
附件1

国内外集成电路装备产业100项最新专利项目
1、System,  apparatus and method for increasing bandwidth of edge-located agents of an integrated circuit

标题（翻译）：用于增加集成电路的边缘定位代理的带宽的系统，设备和方法
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摘要（翻译）：在一个实施例中，片上系统包括：形成在半导体管芯上的多个知识产权(IP)代理； 形成在所述半导体管芯上以耦合所述多个IP代理的网状互连，以及多个网状止动器，每个网状止动器将所述多个IP代理中的一个或多个耦合到所述网状互连。 该网状互连可以由多个行和多个列形成，每个行具有多个水平互连中的一个，每个列具有多个垂直互连中的一个； 其中所述多个行中的至少一个行包括不对称数量的网格止挡。 描述并要求保护其它实施例。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporaiton

申请号：US16369220

申请日：2019-03-29

公开（公告）日：2022-04-05

2、Wafer level testing of optical components

标题（翻译）：光学部件的晶片级测试
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摘要（翻译）：一种系统可以包括晶片，所述晶片包括IC并且限定空腔。 每个空腔可以形成在晶片的BEOL层中并且靠近不同的IC。 该系统还可以包括插入器，该插入器包括被配置为允许光信号通过的透明层。 所述内插器还可以包括至少一个位于所述透明层附近的波导。 所述至少一个波导可以被配置为绝热耦合所述多个IC中的至少一个光信号。 此外，所述内插器可包括光学耦合到所述至少一个波导的重定向元件。 所述重定向元件可以位于所述透明层附近，并且可以被配置为从所述至少一个波导接收所述至少一个光信号。 所述重定向元件还可以被配置为将所述至少一个光信号垂直地重定向到所述透明层。
专利类型：发明授权
申请人：FINISAR CORPORATION

申请号：US16517404

申请日：2019-07-19

公开（公告）日：2022-04-05

3、Workload repetition redundancy

标题（翻译）：工作负荷重复冗余
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摘要（翻译）：一种图形处理系统，包括：多个处理单元，用于处理任务，每个处理单元被配置为独立于所述多个处理单元中的任何其它处理单元处理任务； 检查单元，可操作以形成签名，该签名是处理单元在处理任务时的输出的特征； 以及故障检测单元，用于比较在检查单元处形成的签名； 其中图形处理系统被配置为在多个处理单元处第一次和第二次处理第一类型的每个任务， 分别 产生第一和第二处理输出， 其中所述检验单元被配置成形成第一和第二签名，所述第一和第二签名的特征在于， 分别地，所述第一和第二处理输出，并且其中所述故障检测单元被配置为比较所述第一和第二签名，并且如果所述第一和第二签名不匹配，则产生故障信号。
专利类型：发明授权
申请人：Imagination Technologies Limited

申请号：US16703192

申请日：2019-12-04

公开（公告）日：2022-03-29

4、Systems and methods to detect key loggers

标题（翻译）：检测密钥记录器的系统和方法
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摘要（翻译）：提供了用于通过将模拟击键输入到具有已知击键特性(例如， 作为时间函数的击键数量，作为时间函数的击键数据量，和/或作为时间函数的击键值)，以及监视以检测与模拟击键的已知击键特性相匹配的所得系统活动特性。
专利类型：发明授权
申请人：DELL PRODUCTS L P

申请号：US16526575

申请日：2019-07-30

公开（公告）日：2022-03-22

5、Mechanism to secure side band communication between service processor and an end point

标题（翻译）：确保服务处理器和端点之间的边带通信的机制
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摘要（翻译）：一种信息处理系统，包括端点设备和服务处理器。 端点设备被配置为经由共享存储器体系结构传送机制与服务处理器共享密码。 服务处理器被配置为生成消息的发送散列； 使用所述密码对所述消息，所述发送散列和所述瞬时值进行加密，以形成加密消息； 以及通过边带接口将所述加密消息发送到所述端点设备。 所述存储控制器还被配置为使用所述短语解密所述加密消息以获得所述消息，所述发送散列和所述瞬时值； 将该瞬时值与计数器进行比较，以确定该瞬时值是否为旧瞬时值； 计算消息的观察散列； 以及当所述即时值不是旧即时值并且所观察到的散列与所接收到的散列匹配时，接受所述消息。
专利类型：发明授权
申请人：DELL PRODUCTS LP

申请号：US16431944

申请日：2019-06-05

公开（公告）日：2022-03-22

6、Laser-formed interconnects for redundant devices

标题（翻译）：用于冗余器件的激光形成的互连
首页附图：[image: image6.png]



摘要（翻译）：一种并行冗余系统，包括衬底， 设置在衬底上的第一电路， 至少部分地设置在衬底上方的第一层中的第一导体和布线到第一电路的导线， 设置在衬底上的第二电路， 第二电路与第一电路冗余， 设置在衬底上方的第二层中并电连接到第二电路的第二导体， 第二导体至少部分地设置在第一导体上，介电层至少部分地设置在第一层和第二层之间，以及激光焊接将第一导体电连接到第二导体。
专利类型：发明授权
申请人：X Display Company Technology Limited

申请号：US16702352

申请日：2019-12-03

公开（公告）日：2022-03-22

7、Low-power touch button sensing system

标题（翻译）：低功率触摸按键感应系统
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摘要（翻译）：系统，设备和方法测量由电容传感器提供的信号，该信号指示接近电容传感器的物体的存在。 响应于测量信号，实施例访问存储器中的控制信息以确定信号是否与控制信息的第一合格事件相关联。 响应于确定所述信号与所述第一合格事件相关联，实施例控制通信设备的功耗。
专利类型：发明授权
申请人：Cypress Semiconductor Corporation

申请号：US16386702

申请日：2019-04-17

公开（公告）日：2022-03-15

8、Systems and methods for integrated shielding in a current sensor

标题（翻译）：用于在电流传感器中集成屏蔽的系统和方法
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摘要（翻译）：本文所述的系统和方法旨在将屏蔽层集成到电流传感器中，以屏蔽电流传感器中的磁场感测元件和相关电路免受电，电压或电瞬态噪声的影响。 在一个实施例中，屏蔽层可以沿着支撑磁场感测元件的管芯的至少一个表面设置。 屏蔽层可以以各种配置设置，以分流由磁场感测元件和远离磁场感测元件的载流导体之间的寄生耦合引起的噪声。
专利类型：发明授权
申请人：Allegro MicroSystems LLC

申请号：US16421982

申请日：2019-05-24

公开（公告）日：2022-03-01

9、Low profile electrical connector

标题（翻译）：薄型电连接器
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摘要（翻译）：一种电连接器，其包括具有被配置为接纳卡的内部空腔的壳体。 电触点跨过所述内部空腔内的所述壳体的壁固定，并且被配置为匹配地接收所述卡的相应电触点。 横跨壳体的壁固定的多个电触点是电连接器的唯一电触点。 所述多个电触点中的每一个包括配合接口，并且所述多个电触点中的每一个的配合接口是共面的。 另外，壳体包括卡插槽开口，并且多个电触点中的每一个布置在卡插槽开口的一侧上。
专利类型：发明授权
申请人：TE CONNECTIVITY CORPORATION

申请号：US16537852

申请日：2019-08-12

公开（公告）日：2022-03-01

10、Three-dimensional nanoribbon-based dynamic random-access memory

标题（翻译）：基于三维纳米带的动态随机存取存储器
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摘要（翻译）：本文描述了包括彼此堆叠以实现高密度三维(3D)动态随机存取存储器(DRAM)的半导体纳米带的IC器件。 示例性器件包括第一半导体纳米带， 第二半导体纳米带， 在第一和第二纳米带中的每一个中的第一源极或漏极(S/D)区域和第二S/D区域， 至少部分地围绕第一纳米带中的第一和第二S/D区域之间的第一纳米带的一部分的第一栅极叠层， 以及第二栅极叠层，其不电耦合到第一栅极叠层，至少部分地围绕第二纳米带中的第一S/D区域和第二S/D区域之间的第二纳米带的一部分。 该器件还包括耦合到第一和第二纳米带的第一S/D区域的位线。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16691163

申请日：2019-11-21

公开（公告）日：2022-02-22

11、Advanced electronic instrumentation for electrical impedance myography

标题（翻译）：用于电阻抗肌电图的先进电子仪器
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摘要（翻译）：公开了用于评估组织的装置和方法的实施例。 在一个实施例中， 一种用于测量组织的特性的方法，可包括：使电流通过所述组织；测量与通过所述电流通过所述组织而产生的电压相对应的信号；分析通过所述组织的电流和产生的电压，以确定所述组织的电特性； 以及分析所述组织的电特性以确定所述组织的状态。 公开了一次性传感器。
专利类型：发明授权
申请人：Myolex Inc

申请号：US16529725

申请日：2019-08-01

公开（公告）日：2022-02-15

12、Method and apparatus for authorizing unlocking of a device

标题（翻译）：用于授权设备解锁的方法和装置
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摘要（翻译）：一种可编程集成电路器件，包括：可编程核心； 被配置为引导可编程核的引导设备， 以及一次可编程存储器模块，控制可编程集成电路器件的生命周期状态，包括(i)操作状态，在该操作状态期间，可编程器件的编程资源被锁定，以及(ii)检查状态，在该检查状态中，可编程器件的编程资源是可访问的。 所述一次性可编程存储器模块被配置为当由锁控制电路响应于来自所述引导装置的控制信号授权以授权从所述操作状态到所述检查状态的单向提前时，允许从所述操作状态到所述检查状态的单向提前。 单向超前的授权可以被限制在可编程设备的引导周期期间的时间间隔。 单向提前可以基于从请求者接收到经认证的请求。
专利类型：发明授权
申请人：Marvell International Ltd

申请号：US16527302

申请日：2019-07-31

公开（公告）日：2022-02-15

13、Method,  system,  and computer program product for providing installment payment options for a payment transaction

标题（翻译）：为支付交易提供分期付款选项的方法，系统和计算机程序产品
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摘要（翻译）：提供了一种用于为支付交易提供分期付款选项的方法。 该方法可以包括将与多个分期付款选项相关联的分期付款数据传送到客户设备。 可以从商家系统接收对与客户的支付交易的第一授权请求。 第一授权请求可以包括至少一个字段，该字段包括与第一分期付款选项相关联的第一分期付款数据。 可以确定与所述第一分期付款选项相关联的第一借阅者系统。 可将可包括所述第一分期付款数据的第二授权请求传送到所述第一出借方系统。 可以从所述第一出借方系统接收授权响应，所述授权响应指示批准用于所述支付交易的所述第一分装支付选项。 授权响应可以被传送到商家系统。 还公开了一种系统和计算机程序产品。
专利类型：发明授权
申请人：Visa International Service Association

申请号：US16558781

申请日：2019-09-03

公开（公告）日：2022-02-15

14、Self aligned gratings for tight pitch interconnects and methods of fabrication

标题（翻译）：用于紧密间距互连的自对准光栅及其制造方法
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摘要（翻译）：一种集成电路互连结构，包括第一金属化层，该第一金属化层包括具有第一侧壁和沿第一方向延伸长度的第二侧壁的第一金属线。 第二金属线与第一金属线相邻，并且电介质位于第一金属线和第二金属线之间。 第二金属化层在第一金属化层之上，其中第二金属化层包括在与第一方向正交的第二方向上延伸一段长度的第三金属线。 第三金属线在第一金属线和第二金属线上延伸，但不超出第一侧壁。 导电通孔位于第一金属线和第三金属线之间，其中导电通孔不延伸超过第一侧壁或第二侧壁。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16562346

申请日：2019-09-05

公开（公告）日：2022-02-15

15、Thin film transistor based memory cells on both sides of a layer of logic devices

标题（翻译）：位于逻辑器件层两侧的基于薄膜晶体管的存储单元
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摘要（翻译）：这里描述的是在逻辑器件层的两侧上包括基于TFT的存储器阵列的IC器件。 示例性IC器件包括其上可实现一个或多个逻辑器件的支撑结构(例如，衬底)。 IC器件还包括在支撑结构的一侧上的第一存储单元和在支撑结构的另一侧上的第二存储单元，其中第一存储单元和第二存储单元中的每一个包括作为存取晶体管的TFT。 在逻辑器件层的两侧上提供基于TFT的存储单元允许显著地增加具有给定覆盖区域的存储阵列中的存储单元的密度，或者相反地，显著地减少具有给定存储单元密度的存储阵列的覆盖区域。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16667740

申请日：2019-10-29

公开（公告）日：2022-02-01

16、Pose estimation in extended reality systems

标题（翻译）：扩展现实系统中的姿态估计
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摘要（翻译）：提供了用于在扩展现实系统中提供姿态估计的系统，方法和计算机可读介质。 示例方法可以包括跟踪， 在使用集成电路上的一组较低功率电路元件的较低功率处理模式中，计算设备在较低功率处理时段期间的位置和取向，该组较低功率电路元件包括静态随机存取存储器(SRAM)； 基于触发事件，暂停低功率处理模式中的跟踪； 启动较高功率处理模式，用于在较高功率处理周期期间跟踪计算设备的位置和取向； 以及在所述较高功率处理模式中，使用所述集成电路上的一组较高功率电路元件和动态随机存取存储器(DRAM)，在所述较高功率处理周期期间跟踪所述计算设备的位置和取向。
专利类型：发明授权
申请人：QUALCOMM Incorporated

申请号：US16667754

申请日：2019-10-29

公开（公告）日：2022-01-25

17、Timer circuit to control firing of powered surgical stapler

标题（翻译）：用于控制被供电的外科缝合器的点火的计时器电路
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摘要（翻译）：一种装置，包括主体，从主体向远侧延伸的轴，马达，设置在轴的远端处的钉合组件，以及可操作地联接到马达和击发致动器的计时器电路。 所述主体包括击发致动器，并且所述马达被配置为响应于所述击发致动器的击发致动而致动。 所述马达还被配置为在所述发射致动之后的第一预定时间段之后停用。 所述缝合组件被构造成选择性地从打开位置移动到闭合位置以夹持组织，并且可操作以响应于所述马达的激活而将多个缝合钉驱动到所夹持的组织中。 计时器电路被配置为响应于点火致动来激活计时器。 计时器被配置为运行第二预定时间段。 计时器电路被配置为在第二预定时间周期到期时确保电机停用。
专利类型：发明授权
申请人：Ethicon LLC

申请号：US16583376

申请日：2019-09-26

公开（公告）日：2022-01-18

18、Multi-bit standard cell

标题（翻译）：多位标准单元
首页附图：[image: image18.png]



摘要（翻译）：一种包含在非瞬态计算机可读介质上的多位标准单元，包括：第一逻辑单元，具有从第一逻辑单元的第一下边界到第一上边界测量的第一逻辑单元高度； 以及第二逻辑单元，其具有从第二逻辑单元的第二下边界测量到第二上边界的第二逻辑单元高度， 所述第二逻辑单元高度不同于所述第一逻辑单元高度，并且所述第二上边界附接到所述第一下边界。 所述第一逻辑单元被设置为执行第一逻辑功能，所述第二逻辑单元被设置为执行第二逻辑功能，并且所述第一逻辑功能与所述第二逻辑功能相同。
专利类型：发明授权
申请人：TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

申请号：US16522586

申请日：2019-07-25

公开（公告）日：2022-01-18

19、Monitoring processors operating in lockstep

标题（翻译）：监视在锁步中操作的处理器
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摘要（翻译）：一种集成电路(IC)芯片，包括具有系统存储器的系统电路，以及被配置为以锁定步骤操作的主处理器和检查器处理器； 以及包括内部锁步监测器，主跟踪器和检查器跟踪器的监视电路。 所述内部锁定步骤监控器被配置为： 观察主处理器和校验器处理器内部信号的状态， 比较主处理器和校验器处理器的相应观察状态， 如果相应的观察状态不同：触发主跟踪器输出从主处理器的输出记录的存储的主跟踪数据，以及触发校验器跟踪器输出从校验器处理器的输出记录的存储的校验器跟踪数据。
专利类型：发明授权
申请人：UltraSoC Technologies Limited

申请号：US16696812

申请日：2019-11-26

公开（公告）日：2022-01-11

20、Countermeasures against hardware side-channel attacks on cryptographic operations

标题（翻译）：对加密操作的硬件侧信道攻击的对策
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摘要（翻译）：实施例针对对加密操作的硬件侧信道攻击的对策。 一种装置的实施例包括：多个密码核； 以及包括多个电流源块的电流源， 电流源块包括与每个密码核相关联的相应电流源块， 并且其中所述电流源块可被切换以接通与所述多个密码核中的每个有效核相关联的电流源块，并且断开与所述多个密码核中的每个无效核相关联的电流源。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16456308

申请日：2019-06-28

公开（公告）日：2022-01-04

21、Encryption engine with an undetectable/tamper-proof private key in late node CMOS technology

标题（翻译）：在后节点CMOS技术中具有不可检测/防篡改私钥的加密引擎
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摘要（翻译）：将具有相应身份的公钥-私钥对的私钥写入集成电路，所述集成电路包括处理器，非易失性存储器和耦合到所述处理器和所述非易失性存储器的加密引擎。 私钥被写入非易失性存储器。 该集成电路以互补金属氧化物半导体14nm或更小的技术实现。 在写入之后永久地修改集成电路，使得禁止对非易失性存储器的进一步写入，并且使得私钥只能由密码引擎读取而不能由片外读取。 还公开了相应的集成电路和晶片。
专利类型：发明授权
申请人：International Business Machines Corporation

申请号：US16578319

申请日：2019-09-21

公开（公告）日：2022-01-04

22、Device for facilitation of payments

标题（翻译）：用于促进支付的装置
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摘要（翻译）：一种支付装置，包括：壳体， 用于插入位于壳体的前表面上的用户器械的插槽， 并且其中所述外壳包括智能卡接口集成电路，其被配置为读取位于所述用户仪器上的EMV芯片， 以及通用串行总线(USB)型C型阳连接器，其被配置为插入到计算设备上的阴连接器中， 其中USB C型公连接器位于壳体的背面， 并且其中USB类型C阳连接器的尺寸被配置为使得当USB类型C阳连接器被插入到计算设备上的阴连接器中时， 壳体的背面在计算设备的表面的3厘米的距离内。
专利类型：发明授权
申请人：PAYPAL INC

申请号：US16565194

申请日：2019-09-09

公开（公告）日：2022-01-04

23、Microphone device with ingress protection

标题（翻译）：具有进入保护的麦克风装置
首页附图：[image: image23.png]



摘要（翻译）：一种麦克风装置，包括基座和设置在基座上的微机电系统(MEMS)换能器和集成电路(IC)。 麦克风装置还包括安装在基座上并覆盖MEMS换能器和IC的盖。 MEMS换能器包括附接到衬底表面的膜片和安装在衬底上并与膜片成间隔开关系的背板。 所述膜片沿着所述膜片的周边的至少一部分附接到所述衬底的所述表面。 隔膜可包括氮化硅绝缘层和面向背板的导电层的导电层。 MEMS换能器可以包括设置在膜片的至少一部分和衬底之间的外围支撑结构。 隔膜可包括一个或多个压力平衡孔。
专利类型：发明授权
申请人：KNOWLES ELECTRONICS LLC

申请号：US16593381

申请日：2019-10-04

公开（公告）日：2021-12-21

24、Electronic card having an electronic interface

标题（翻译）：具有电子接口的电子卡
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摘要（翻译）：本公开涉及具有各种特征的电子识别卡或电子卡。 所述电子卡可包括集成电路和用于与所述集成电路电连接的接触板。 接触板可包括相对于接触板的边缘偏移的端子电极阵列。 该电子卡可涂覆有至少部分地在铁磁元件或膜上延伸的涂层。 所述电子卡还可以包括具有暴露的倒角部分的金属基底，所述倒角部分可以提供与所述涂层的视觉对比度，并且还可以改善所述电子卡的处理和使用。
专利类型：发明授权
申请人：Apple Inc

申请号：US16526880

申请日：2019-07-30

公开（公告）日：2021-12-14

25、Systems and methods for waking an information handling system from a wireless peripheral device

标题（翻译）：用于从无线外围设备唤醒信息处理系统的系统和方法
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摘要（翻译）：提供了响应于从无线外围设备接收到的无线信号唤醒事件，可以实现将信息处理系统从降低功率状态唤醒的系统和方法。 信息处理系统的非操作系统(OS)组件和/或非BIOS组件可以可选地被启用以安全地执行预OS操作以确定是否唤醒其它组件(例如， 例如在信息处理系统的主机处理设备或嵌入式控制器上执行的系统OS和/或系统BIOS)在接收到无线信号唤醒事件时从降低功率状态开始。
专利类型：发明授权
申请人：DELL PRODUCTS L P

申请号：US16526528

申请日：2019-07-30

公开（公告）日：2021-12-07

26、System and method for connectivity management

标题（翻译）：用于连通性管理的系统和方法
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摘要（翻译）：一种用于向启用EUICC的SIM提供嵌入式通用集成电路卡“EUICC”简档的方法或系统。 所述提供包括：向SIM提供始终被提供的国际移动用户身份“IMSI”；激活SIM上的ABase Profile集成电路卡标识符“ICCID”；由网络运营商激活所选择的EUICC Profile；以及指示网络运营商将EUICC Profile下载到SIM。
专利类型：发明授权
申请人：Arm Cloud Services Limited

申请号：US16971895

申请日：2019-02-21

公开（公告）日：2021-12-07

27、Optoelectronic assembly

标题（翻译）：光电组件
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摘要（翻译）：公开了一种光电组件。 所公开的组件包括形成在第一基板上的一个或多个激光器，以及形成在被配置为集成电路的第二基板上的可编程驱动器电路。 第一基板和第二基板以堆叠布置安装在第三基板上。
专利类型：发明授权
申请人：II VI Delaware Inc

申请号：US16706638

申请日：2019-12-06

公开（公告）日：2021-11-30

28、System and method for processing multi-directional ultra wide band and frequency modulated continuous wave wireless backscattered signals

标题（翻译）：多向超宽带调频连续波无线反向散射信号处理系统及方法
首页附图：[image: image28.png]107
A {100
101
105 113

Control signal to

Transmit A7 Chirp : trigger the Radar
anternas pattern | Waveform wave
{ pattern
Generator Signal
Radar RF : 8
Transitter/ ; Pmciﬁ‘g&mg/
Receive - Receiver Algorithm
v
. Analog-to-
antennas ¥ Analog filter Digi?ai
2 » +(3ain stages converter
RF f t . . ' '
onein e intermediate Amplified and Digital
below 10GHz, f bel filtered sianal
around 24GHz, requency beiow iltered signa samples




摘要（翻译）：在一个示例中，本发明提供了一种UWB和FMCW传感器设备。 该设备具有至少三个收发器模块。 每个收发信机模块具有天线阵列，该天线阵列被配置为在360度范围内感测来自相对于设备的中点的零度位置的空间位置的电磁能量的反向散射，其中每个天线阵列被配置为感测从零度位置到设备的中点的电磁能量的反向散射。 120度范围。 在一个例子中， 每个天线阵列具有支撑构件，多个接收天线，耦合到接收天线并被配置为接收输入RF信号并将输入RF信号转换为基带信号的接收器集成电路，以及多个发射天线。 每个天线阵列具有耦合到发射天线以发射输出RF信号的发射器集成电路。
专利类型：发明授权
申请人：Koko Home Inc

申请号：US16271450

申请日：2019-02-08

公开（公告）日：2021-11-16

29、Mutli-layered neutron detector

标题（翻译）：多层中子探测器
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摘要（翻译）：一种中子探测器，包括多层转换器材料和多层探测器材料。 每个转炉材料层可以紧邻至少一个检测器材料层，并且每个检测器材料层可以紧邻至少一个转炉材料层。 中子探测器还可以包括读出集成电路(ROIC)，其电耦合到多个探测器材料层。 ROIC输出的值可以指示中子与多个转换器材料层中的一个转换器材料层相互作用。
专利类型：发明授权
申请人：National Technology Engineering Solutions of Sandia LLC

申请号：US16587580

申请日：2019-09-30

公开（公告）日：2021-11-16

30、Performing slice based operations in a data plane circuit

标题（翻译）：在数据平面电路中执行基于切片的操作
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摘要（翻译）：本发明的一些实施例提供了一种在网络中的硬件转发元件(HFE)处对数据消息执行基于网络切片的操作的新方法。 对于接收的数据消息流，该方法使HFE识别与接收的数据消息流相关联的网络切片。 在一些实施例中，该网络切片与要由几个网络元件对数据消息执行的一组操作相关联，所述网络元件包括在网络中的一个或多个计算机上执行的一个或多个机器。 一旦识别出网络分片，该方法使HFE基于应用于与所识别的分片相关联的数据消息的规则来处理数据消息流。
专利类型：发明授权
申请人：VMware Inc

申请号：US16568322

申请日：2019-09-12

公开（公告）日：2021-11-16

31、Systems and methods for dynamically locating and accessing operating system (OS) file system data from a pre-boot environment

标题（翻译）：用于从预引导环境动态定位和访问操作系统(OS)文件系统数据的系统和方法
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摘要（翻译）：可以在统一的可扩展固件接口(UEFI)预引导环境时间内实现的系统和方法，用于动态地定位和加载存储在系统存储设备上的一个或多个操作系统(OS)分区(例如， 用高级文件系统(例如NTF，EXT3等)格式化的HDD，SSD)。 可以提供一种基于OS的文件系统无关方法，以在UEFI预引导时间期间访问OS文件系统数据。 跨多个OS文件系统分区存储的单个选择的引导映像可以被定位并从UEFI预引导加载到引导。
专利类型：发明授权
申请人：DELL PRODUCTS L P

申请号：US16394652

申请日：2019-04-25

公开（公告）日：2021-11-09

32、Monolithic qubit integrated circuits

标题（翻译）：单片Qubit集成电路
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摘要（翻译）：描述了一种用于量子计算的单片集成电路，该单片集成电路基于在商业互补金属氧化物半导体(CMOS)技术中与毫米波自旋操作和读出电路单片集成的单和多个耦合量子点电子自旋和空穴自旋量子位。 该集成电路包括多个N沟道或P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)共源共栅，每个MOSFET共源共栅包括在至少一个顶栅附近的未掺杂半导体膜中形成的单自旋量子位或两个耦合量子点量子位。 还在硅衬底中邻近掩埋氧化层或至少一个顶栅形成背栅，其中背栅控制两个耦合量子点量子位之间的电子或空穴缠结和交换相互作用。 所述的单片集成电路可用于量子信息处理的单片集成半导体量子处理器。
专利类型：发明授权
申请人：THE GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

申请号：US16704719

申请日：2019-12-05

公开（公告）日：2021-11-09

33、Transistor structures with a metal oxide contact buffer

标题（翻译）：具有金属氧化物接触缓冲器的晶体管结构
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摘要（翻译）：晶体管结构可包括沟道材料的一部分与源极或漏极接触金属化之间的金属氧化物接触缓冲器。 通过限制接触金属化和沟道材料之间的反应，接触缓冲器可以改善晶体管沟道长度的控制。 通道材料可以是第一组合物，接触缓冲剂可以是第二组合物。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16455581

申请日：2019-06-27

公开（公告）日：2021-11-09

34、High-speed signaling systems with adaptable pre-emphasis and equalization

标题（翻译）：具有自适应预加重和均衡的高速信令系统
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摘要（翻译）：一种信令系统，包括经由高速信号路径彼此耦合的预加重发射机和均衡接收机。 接收机测量从发射机传送的数据的质量。 控制器使用该信息和其它信息自适应地建立适当的发送预加重和接收均衡设置，例如选择信令系统为其提供某些最小通信带宽而不超过期望的误码率的最低功率设置。
专利类型：发明授权
申请人：Rambus Inc

申请号：US16256882

申请日：2019-01-24

公开（公告）日：2021-11-02

35、Enriched flow data for network analytics

标题（翻译）：用于网络分析的富集流数据
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摘要（翻译）：系统和方法用于丰富流数据以分析网络安全性，可用性和顺应性。 一种网络分析系统可以从网络元件捕获流数据和元数据。 该网络分析系统可以通过流数据和元数据的在线关联来丰富流数据。 网络分析系统可以生成多个平面，每个平面表示富集的流数据的维度。 网络分析系统可以为平面生成节点，每个节点表示由平面表示的维度的唯一值或一组值。 网络分析系统可以为平面的节点生成边缘，每个边缘表示对应于节点的端点之间的流。 网络分析系统可以响应于与平面的交互或响应于查询来更新平面。
专利类型：发明授权
申请人：Cisco Technology Inc

申请号：US16354008

申请日：2019-03-14

公开（公告）日：2021-10-26

36、Integrated circuit including bipolar transistors

标题（翻译）：包括双极晶体管的集成电路
首页附图：[image: image36.png]



摘要（翻译）：本发明涉及包括一排或多排晶体管的集成电路和方法。 在一个实施例中，集成电路包括一排双极晶体管，所述双极晶体管包括多个第一导电区，第二导电区，以及所述第一导电区和所述第二导电区之间的公共基极。 绝缘沟槽与双极晶体管行中的每个双极晶体管接触。 导电层位于第一导电区之间的绝缘沟槽和公共基极上。 间隔层位于导电层与第一导电区之间。
专利类型：发明授权
申请人：STMicroelectronics (Rousset) SAS; STMicroelectronics (Crolles 2) SAS

申请号：US16375571

申请日：2019-04-04

公开（公告）日：2021-10-19

37、Data packet processing system on a chip

标题（翻译）：芯片上的数据包处理系统
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摘要（翻译）：一种片上数据包处理方法和相应的集成电路，其中在入口端口接收数据包，并用片上线速引擎处理数据包。 该处理包括将元数据添加到数据分组，将处理后的数据转发到片上QoS单元，改变数据分组的元数据和/或向数据分组提供另外的元数据。 数据分组从片上QoS单元转发到片上数据消费者。 如果数据消费者是处理单元，则在第一处理步骤中处理数据分组，将数据分组从处理单元重定向到QoS单元，并且重复将数据分组转发到片上数据消费者的步骤。
专利类型：发明授权
申请人：MAXLINEAR INC

申请号：US16410112

申请日：2019-05-13

公开（公告）日：2021-10-19

38、Method and apparatus for digital only secure test mode entry

标题（翻译）：用于仅数字安全测试模式进入的方法和装置
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摘要（翻译）：提供了一种用于产生测试模式使能信号的全数字集成电路装置(200)和方法(300)，其中数字不可重置状态保持存储电路(210)被连接以存储用于授权对安全电路的测试模式访问的认证控制模式， 数字安全联锁门电路(220)，其被连接以存储可独立于测试模式使能信号而被访问的安全联锁门设置， 以及组合逻辑电路(205)，用于仅当互锁安全门设置被设置为第一值并且数字不可重置状态保持存储电路存储认证控制码时，产生测试模式启用信号。
专利类型：发明授权
申请人：NXP USA Inc

申请号：US16535854

申请日：2019-08-08

公开（公告）日：2021-10-12

39、High voltage metal-oxide-semiconductor (HVMOS) device integrated with a high voltage junction termination (HVJT) device

标题（翻译）：与高压结终端(HVJT)器件集成的高压金属氧化物半导体(HVMOS)器件
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摘要（翻译）：本申请的各种实施例涉及一种集成电路(IC)，其中高压金属氧化物半导体(HVMOS)器件与高压结终端(HVJT)器件集成。 在一些实施例中，第一漂移阱和第二漂移阱在衬底中。 第一和第二漂移阱以环形图案为边界并具有第一掺杂类型。 外围阱位于衬底中并且具有与第一掺杂类型相反的第二掺杂类型。 外围井围绕并分隔第一和第二漂移井。 体井位于基板中且具有第二掺杂类型。 此外，主体井覆盖第一漂移井并且通过第一漂移井与外围井间隔开。 栅电极覆盖第一漂移阱和体阱之间的结。
专利类型：发明授权
申请人：Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

申请号：US16601998

申请日：2019-10-15

公开（公告）日：2021-10-12

40、Beamformer lattice for phased array antennas

标题（翻译）：用于相控阵天线的波束形成器网格
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摘要（翻译）：在实施例中，一种装置包括波束形成器，该波束形成器包括多个输入和多个输出，多个输入通路和多个输出通路。 所述多个输入端中的每个输入端电耦合到所述多个输入通孔中的相应输入通孔。 所述多个输出中的每个输出电耦合到所述多个输出通路中的相应输出通路。 波束形成器包括在第一层中，其中多个输入通路被配置为电耦合到设置在至少第二层和第三层上的多个分级网络的终端迹线端，并且其中多个分级网络包括至少三个分级网络。
专利类型：发明授权
申请人：Space Exploration Technologies Corp

申请号：US16276278

申请日：2019-02-14

公开（公告）日：2021-10-12

41、Blockchain foundry built into integrated circuit

标题（翻译）：内置集成电路的块链式铸造
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摘要（翻译）：一种建立块链的方法。 该方法包括：接收包括微码的激活消息； 通过在集成电路(IC)的处理器中实现的块铸造来构建块链的激活块， 其中激活块包括存储在IC的存储器的非易失性部分中的块链的源块的散列和包括微码的数据部分， 由块代理将块链的激活块的副本提供给在IC的处理器中执行的块链应用， 由块链应用程序将激活块的副本存储在IC的存储器的非易失性部分中，以及由块链应用程序将源块的副本和激活块的副本发送到无线通信服务提供商。
专利类型：发明授权
申请人：T MOBILE INNOVATIONS LLC

申请号：US16511917

申请日：2019-07-15

公开（公告）日：2021-10-12

42、Three-dimensional memory arrays with layer selector transistors

标题（翻译）：具有层选择晶体管的三维存储器阵列
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摘要（翻译）：三维存储器阵列可以包括第一存储器阵列和堆叠在第一存储器阵列上方的第二存储器阵列。 第一阵列的一些存储单元可以耦合到第一层选择晶体管，而第二阵列的一些存储单元可以耦合到第二层选择晶体管。 第一和第二层选择晶体管可以彼此耦合并且耦合到控制第一和/或第二存储器阵列的操作的外围电路。 不同的层选择晶体管可用于给定存储器阵列的每行存储器单元和/或用于给定存储器阵列的每列存储器单元。 这样的设计可以允许增加具有给定覆盖区域的存储器阵列中的存储器单元的密度，或者相反地，允许减小具有给定存储器单元密度的存储器阵列的覆盖区域。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16689789

申请日：2019-11-20

公开（公告）日：2021-10-05

43、Vertical thin film transistor structures with localized gate dielectric

标题（翻译）：具有局部栅极电介质的垂直薄膜晶体管结构
首页附图：[image: image43.png]



摘要（翻译）：具有沉积的沟道半导体材料的晶体管结构可以具有垂直结构，该垂直结构包括定位于栅极电极材料层的侧壁的栅极介电材料。 通过局部化栅极介电材料，可以减小诸如NAND闪存串的多个垂直晶体管结构两端的阈值电压变化。 可以通过材料堆叠形成通路，暴露栅电极材料层的侧壁和介电材料层的侧壁。 栅电极材料层的侧壁可选择性地从介电材料层的侧壁凹陷。 栅电介质材料，例如铁电材料，可以选择性地沉积在凹陷的栅电极材料层上，例如至少部分地回填凹陷。 半导体材料可以沉积在介电材料层的侧壁上和局部栅介电材料上。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16435359

申请日：2019-06-07

公开（公告）日：2021-10-05

44、Systems and methods for modifying boot operation of an information handling system

标题（翻译）：用于修改信息处理系统的引导操作的系统和方法
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摘要（翻译）：提供了系统和方法，其可被实现为使用由信息处理系统的引导代码检测和认证的脚本的命令来修改信息处理系统的引导操作。 脚本可以包括至少一个命令，当由处理器执行时，该命令修改信息处理系统的引导操作。 启动代码可以在启动期间由处理器执行，以检测和验证脚本，并且在验证脚本之后处理至少一个命令。 可以定义多个命令，包括响应于触发事件而执行的无触发动作或触发动作。 触发事件可以是硬件交互，例如按钮的按压。
专利类型：发明授权
申请人：DELL PRODUCTS L P

申请号：US16402834

申请日：2019-05-03

公开（公告）日：2021-09-28

45、Device,  system and method to determine a power mode of a system-on-chip

标题（翻译）：确定片上系统的功率模式的装置，系统和方法
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摘要（翻译）：用于识别将被提供给集成电路(IC)的功率状态的技术和机制。 在一个实施例中，片上系统的评估器电路是基于多个准则可编程的，每个准则用于不同的相应功率模式。 评估器电路的编程使得并行评估能够针对不同的相应功率模式确定IC的检测状态是否能够适应所述功率模式。 评估结果彼此并行地传送到电路，该电路基于功率模式相对于彼此的相对优先级来选择一个这样的功率模式。 在另一个实施例中，评估器电路包括电路单元阵列，每个电路单元可被配置为基于IC的测试条件和检测条件的相应组合来执行不同的相应评估。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16448797

申请日：2019-06-21

公开（公告）日：2021-09-21

46、Surface-mount integrated circuit package with coated surfaces for improved solder connection

标题（翻译）：具有用于改进焊料连接的涂覆表面的表面安装集成电路封装
首页附图：[image: image46.png]800

PROCESS STEP
(CROSS-SECTIONAL VIEW) RESULT
—_— A
850A 8’/508 850A
\a 834A SINGULATE 834B 840 840 840 840
840 ;g 840
!
P o H
THIN SAWCUT ' ! (END VIEW OF TIN-COATED T

TERMINAL SIDEWALLS)




摘要（翻译）：本发明公开了一种用于形成扁平无引线封装(例如，QFN封装)的方法，该封装具有完全涂覆的焊接表面，例如，通过浸锡工艺，用于改善封装到PCB或其它结构的焊接连接。 该方法包括：形成扁平无引线封装结构，该封装结构包括具有暴露的顶表面或底表面的引线框端子结构； 在暴露的顶表面或底表面上形成第一涂层材料(例如，锡)的第一涂层； 切割引线框端子结构的整个厚度以限定暴露的端子侧壁表面； 以及在暴露的端子侧壁表面的整个高度上形成第二涂层材料(例如，锡)的第二涂层。 覆盖引线框端子侧壁的整个高度的涂层(例如，浸锡涂层)可以增强焊料材料的流动，例如，当焊接到PCB时，以提供改进的焊料连接。
专利类型：发明授权
申请人：Microchip Technology Incorporated

申请号：US16720220

申请日：2019-12-19

公开（公告）日：2021-09-21

47、Substrate design for efficient coupling between a package and a dielectric waveguide

标题（翻译）：用于封装和介质波导之间的有效耦合的衬底设计
首页附图：[image: image47.png]



摘要（翻译）：一种器件包括具有第一表面和与第一表面相对的第二表面的多层衬底。 集成电路安装在多层衬底的第二表面上，集成电路具有被配置为处理毫米波信号的传输电路。 在垂直于第一表面的多层衬底的一部分内形成具有基本实心壁的衬底波导。 衬底波导具有第一端，壁具有暴露在多层衬底的第一表面上的边缘。 反射器位于衬底的层之一中，并且耦合到衬底波导的相对端上的壁的边缘。
专利类型：发明授权
申请人：Texas Instruments Incorporated

申请号：US16716642

申请日：2019-12-17

公开（公告）日：2021-09-21

48、Devices and methods for smart sensor application

标题（翻译）：用于智能传感器应用的装置和方法
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摘要（翻译）：一种用于测量电子传感器的内部阻抗的装置和方法，使用可配置的增益级来选择性地将不同的激励信号施加到被测传感器，以确保足够的信噪比，从而在更宽的范围内提供内部阻抗的精确测量。 内部阻抗比现有技术高。
专利类型：发明授权
申请人：Analog Devices International Unlimited Company

申请号：US16584212

申请日：2019-09-26

公开（公告）日：2021-09-14

49、System,  apparatus and method for sharing a flash device among multiple masters of a computing platform

标题（翻译）：用于在计算平台的多个主机之间共享闪存设备的系统，设备和方法
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摘要（翻译）：在一个实施例中，闪存共享控制器使平台的多个组件能够共享闪存。 所述闪存共享控制器可以包括：闪存共享类层，其包括配置控制器，以将所述多个组件配置为闪存主设备并为所述闪存配置闪存共享从设备； 以及物理层，其耦合到所述闪存共享类层，以经由总线与所述多个组件通信。 描述并要求保护其它实施例。
专利类型：发明授权
申请人：Intel Corporation

申请号：US16367608

申请日：2019-03-28

公开（公告）日：2021-09-14

50、Low latency inter-chip communication mechanism in multi-chip processing system

标题（翻译）：多芯片处理系统中的低等待时间芯片间通信机制
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摘要（翻译）：具有低等待时间和拥塞的多芯片处理的系统和方法。 在多芯片处理系统中，每个芯片包括以网格设计排列的多个簇。 相应的互连控制器设置在每列的末端。 列被链接到另一芯片中的相应远程列。 列中的共享高速缓冲存储器控制器与远程列中的相应高速缓冲存储器控制器配对，该对高速缓冲存储器控制器被配置为控制针对同一组主存储器位置的数据高速缓存。 跨芯片高速缓存控制器之间的通信经由列特定的芯片间互连控制器在群集的链接列内执行。
专利类型：发明授权
申请人：Cavium LLC

申请号：US16264386

申请日：2019-01-31

公开（公告）日：2021-09-14

51、芯片封装结构和芯片封装方法
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摘要：本发明提供了一种芯片封装结构，包括晶圆、遮光层、底部保护层、绝缘层、布线层、透光层、焊盘和焊球。所述晶圆的顶面为感光面，所述遮光层覆盖所述晶圆的底面，所述底部保护层覆盖所述遮光层的底面，所述布线层、所述绝缘层、所述透光层、所述焊盘以及所述焊球均设置于所述晶圆的顶部，避免了对所述晶圆底面进行的复杂刻蚀工艺，简化了芯片的封装工艺，同时增强了封装结构整体的结合力、减少杂光干扰。本发明还提供了一种芯片封装方法。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111525671.6

申请日：2021-12-14

公开（公告）日：2022-03-22

IPC主分类：H01L27/146

IPC：H01L27/146

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：防止金属连线露出或者发生短路; 防止杂光干扰; 在所述晶圆底面沉积形成遮光层可以防止杂光干扰和防止应力作用使晶圆失效; 在所述晶圆底面沉积形成遮光层可以防止杂光干扰和防止应力作用使晶圆失效; 防止金属连线露出布线层; 简化了芯片封装工艺且增强了所述芯片封装结构的结合力; 简化了芯片封装工艺且增强了所述芯片封装结构的结合力; 可使金属连线有充足的空间布线; 同时防止金属连线之间发生短路; 在所述晶圆底面沉积形成遮光层可以防止杂光干扰和防止应力作用使晶圆失效; 避免了对所述晶圆底面进行的复杂刻蚀工艺; 防止金属连线露出或者发生短路; 使得所述晶圆可以免受杂光干扰
技术功效短语：防止发生短路; 防止杂光干扰; 防止应力使晶圆失效; 防止露出布线层; 简化封装工艺; 增强结构结合力; 充足空间; 防止短路; 晶圆底面; 避免复杂刻蚀工艺; 防止露出; 晶圆免受干扰
技术功效1级：短路; 干扰; 晶圆; 露出; 复杂性; 结合力; 充分性; 工艺
技术功效2级：短路避免; 干扰避免; 晶圆避免; 露出避免; 复杂性降低; 结合力提高; 充分性提高; 晶圆; 工艺避免
技术功效3级：发生短路避免; 杂光干扰避免; 应力失效晶圆避免; 布线层露出避免; 封装工艺复杂性降低; 结构结合力提高; 空间充分性提高; 短路避免; 底面晶圆; 复杂刻蚀工艺避免; 露出避免; 干扰晶圆避免
52、伪栅平坦化方法
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摘要：本发明提供了一种伪栅平坦化方法，包括步骤：刻蚀形成包括伪栅层、第一掩模层和第二掩模层的初始伪栅结构，并使第一掩模层的材料和第二掩模层的材料不同；对第二掩模层进行改性以得到改性掩模层，使所述改性掩模层和所述第一掩模层在后续的化学机械平坦化工艺中的刻蚀速度基本一致；形成阻挡层和填充层；采用化学机械平坦化工艺去除部分所述填充层、部分所述阻挡层、所述改性掩模层、所述第一掩模层和部分所述伪栅层，以得到若干高度相同的伪栅结构。使得能够克服前程不同初始伪栅结构高度差带来的负载效应，得到更高精度平坦化效果，以得到高度一致的伪栅结构。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111516185.8

申请日：2021-12-07

公开（公告）日：2022-03-18

IPC主分类：H01L21/28

IPC：H01L21/28

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：避免了其在化学机械平坦化工艺中造成损坏影响; 有利于得到若干高度相同的伪栅结构; 使得能够克服前程不同初始伪栅结构高度差带来的负载效应; 有利于使目标伪栅结构的尺寸更精确
技术功效短语：避免损坏影响; 得到伪栅结构; 克服负载效应; 尺寸精确
技术功效1级：损坏; 伪栅; 负载; 精确性
技术功效2级：损坏避免; 伪栅; 负载避免; 精确性提高
技术功效3级：影响损坏避免; 结构伪栅; 效应负载避免; 尺寸精确性提高
53、一种基于视觉纠偏的电子元件全自动贴标设备
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摘要：本发明公开了一种基于视觉纠偏的电子元件全自动贴标设备，包括第一传输机构、第二传输机构、第三传输机构以及贴标装置，所述第一传输机构、所述第二传输机构以及所述第三传输机构依次相连接，所述贴标装置位于所述第二传输机构上，所述第一传输机构设有扫描组件，所述第三传输机构设有检测组件，所述扫描组件与所述贴标装置通信连接，利用所述扫描组件获取电路板上的母码，利用所述贴标装置对电路板贴上与母码对应的字码标签，再通过所述检测组件对贴标后的标签的位置和正反极性进行视觉纠偏检测，实现了对电路板的自动贴标，具有效率高、贴标精度高等优点。
专利类型：发明授权
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN201910361862.X

申请日：2019-04-30

公开（公告）日：2022-03-15

IPC主分类：B65C9/08

IPC：B65C9/08; B65C9/42; B65C9/46; B65C9/26

国民经济分类：C3467

技术功效句：具有效率高、贴标精度高等优点; 具有效率高、贴标精度高等优点; 实现了对电路板的自动贴标
技术功效短语：贴标精度高; 效率高; 实现电路板自动贴标
技术功效1级：精度; 效率; 自动化
技术功效2级：精度提高; 效率提高; 自动化提高
技术功效3级：贴标精度提高; 效率提高; 实现电路板贴标自动化提高
54、晶圆夹持装置及晶圆转移系统
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摘要：本发明提供一种晶圆夹持装置及晶圆转移系统，其中晶圆夹持装置包括一对第一夹持件、一对第二夹持件及开合驱动机构，开合驱动机构选择性驱动一对第一夹持件及一对第二夹持件中的至少一者合拢或张开，各第一夹持件的第一夹持部具有交替设置的第一夹槽和第一避让槽，各第二夹持件的第二夹持部具有交替设置的第二夹槽和第二避让槽，第一夹槽和第二夹槽用于夹持晶圆，两个第一夹持部与两个第二夹持部分别对应设置，在相对应的第一夹持部和第二夹持部中，各第一避让槽对应于一个第二夹槽以用于避让该第二夹槽夹持的晶圆，各第二避让槽对应于一个第一夹槽以用于避让该第一夹槽夹持的晶圆。上述装置实现一次夹持两组晶圆，以缩短工作节拍，提高工作效率。
专利类型：发明申请
申请人：北京七星华创集成电路装备有限公司
申请号：CN202111477595.6

申请日：2021-12-06

公开（公告）日：2022-03-15

IPC主分类：H01L21/687

IPC：H01L21/687; H01L21/677

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：进而提高晶圆的生产效率; 有利于实现高效运转; 从而有效地缩短工作节拍; 有利于实现高效运转; 有利于实现高效运转; 有效地提高一次夹持晶圆的数量; 有效地提高一次夹持晶圆的数量; 提高工作效率
技术功效短语：晶圆生产效率; 高效运转; 缩短工作节拍; 高效; 晶圆次数量; 提高次夹持; 提高工作效率
技术功效1级：效率; 长度; 晶圆; 夹持
技术功效2级：效率提高; 长度降低; 晶圆; 夹持提高
技术功效3级：晶圆生产效率提高; 运转效率提高; 工作节拍长度降低; 效率提高; 数量晶圆; 夹持提高; 工作效率提高
55、半导体退火设备及其控制方法
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摘要：本发明提供了一种半导体退火设备及其控制方法。所述半导体退火设备包括3N个定位部、3N个调整部、移动控制部、第一加热部和第二加热部。3N个所述定位部的每个第二承托结构的自由端靠近所围成的工艺承载区的边缘，增加了目标晶圆的受热面积，以利于同时对所述目标晶圆的正背面进行加热，提高了工艺效率和加热均匀性；相邻第所述二承托结构之间的距离允许所述调整部的第一承托结构通过，设置所述移动控制部控制3N个所述调整部的运动，能够以带动3N个所述第一承托结构进行运动，从而快速调整所述目标晶圆和所述工艺承载区之间的相对位置关系，提高了工艺效率。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202111495304.6

申请日：2021-12-08

公开（公告）日：2022-03-11

IPC主分类：H01L21/324

IPC：H01L21/324; H01L21/67

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：提高了工艺效率和加热均匀性; 提高了工艺效率; 提高了工艺效率和加热均匀性; 确保目标晶圆限位在所述工艺承载区的范围内; 防止发生不必要的位置偏移; 增加了目标晶圆的受热面积; 提高对目标晶圆的加热均匀性; 以利于后续同时对所述目标晶圆的正背面进行加热; 以利于后续同时对所述目标晶圆的正背面进行加热; 增加了目标晶圆的受热面积; 避免目标晶圆发生不必要的位置偏移; 确保目标晶圆限位在所述工艺承载区的范围内; 增加目标晶圆的受热面积
技术功效短语：提高工艺效率; 提高加热均匀性; 晶圆限位; 防止偏移; 晶圆受热面积; 目标; 晶圆正背面; 增加目标; 避免偏移; 确保目标
技术功效1级：效率; 均匀性; 晶圆; 偏移; 目标; 确定性
技术功效2级：效率提高; 均匀性提高; 晶圆; 偏移避免; 目标; 目标提高; 确定性提高
技术功效3级：工艺效率提高; 加热均匀性提高; 限位晶圆; 偏移避免; 受热面积晶圆; 目标; 正背面晶圆; 目标提高; 目标确定性提高
56、选择性修整鳍结构尺寸的方法
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摘要：本发明提供的选择性修整鳍结构尺寸的方法包括：提供衬底，衬底的顶部形成有包括沟道区的鳍结构，栅绝缘层以及虚设栅极覆盖沟道区的侧壁和顶面；然后，去除虚设栅极，露出沟道区上的栅绝缘层；接着，对栅绝缘层进行刻蚀选择比调整，以将栅绝缘层分为刻蚀选择比不同的第一部分和第二部分，第一部分位于沟道区的顶面上，第二部分位于沟道区的侧壁上；再执行第一刻蚀工艺，去除第二部分以露出沟道区的侧壁，同时保留第一部分；之后执行第二刻蚀工艺，沿沟道区的侧壁刻蚀沟道区，以缩小沟道区的宽度。如此，可以选择性的减小沟道区的宽度而不损失沟道区的高度，有助于降低FinFET的短沟道效应，且可以降低对FinFET驱动电流和交流器件性能的影响。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111478615.1

申请日：2021-12-06

公开（公告）日：2022-03-11

IPC主分类：H01L21/336

IPC：H01L21/336; H01L29/10

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：有助于降低FinFET的短沟道效应; 可以选择性的减小沟道区的宽度而不损失沟道区的高度; 且不会损失沟道区的高度和鳍结构的源漏区的尺寸; 进而不会增加源漏区的电阻; 可以选择性的减小鳍结构的沟道区的宽度; 可以选择性的减小沟道区的宽度而不损失沟道区的高度; 以缩小沟道区的宽度; 可以在削减鳍结构的沟道区的宽度的同时不损失沟道区的高度以及不增加源漏区的电阻; 可以在削减鳍结构的沟道区的宽度的同时不损失沟道区的高度以及不增加源漏区的电阻
技术功效短语：降低短沟道效应; 减小沟道区宽度; 不会源漏区尺寸; 不会增加电阻; 不损失沟道区; 缩小沟道区宽度; 不增加电阻; 不损失高度
技术功效1级：短沟道; 宽度; 尺寸; 电阻; 沟道区; 高度
技术功效2级：短沟道降低; 宽度降低; 尺寸避免; 电阻降低; 沟道区避免; 高度避免
技术功效3级：效应短沟道降低; 沟道区宽度降低; 源漏区尺寸避免; 电阻降低; 损失沟道区避免; 损失高度避免
57、一种去嵌方法、装置、设备和介质
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摘要：本申请提供一种去嵌方法、装置、设备和介质，包括：测量衬底上的被测结构的散射参数，被测结构包括器件、两个探针衬垫以及连接器件和探针衬垫的第一连线结构；获取预先测量的衬底上的开路去嵌结构以及直通去嵌结构的散射参数，开路去嵌结构包括两个探针衬垫，直通去嵌结构包括两个探针衬垫以及连接两个探针衬垫中的信号衬垫的第二连线结构；仿真器件的参考金属线并获取参考金属线的散射参数，参考金属线的长度为器件的长度的一半；根据被测结构、开路去嵌结构、直通去嵌结构以及参考金属线的散射参数获取器件的散射参数。仅需一个公共的开路去嵌结构和一个公共的直通去嵌结构便可以获取不同器件的散射参数，减小版图面积，减少流片的成本。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111452414.4

申请日：2021-11-30

公开（公告）日：2022-03-08

IPC主分类：G01R31/00

IPC：G01R31/00

国民经济分类：C4012; C4320; C4028; C4390; C4360; C4350; C4090

新兴产业分类：6.5

技术功效句：减少流片的成本; 仅需一个公共的开路去嵌结构和一个公共的直通去嵌结构便可以获取不同器件的散射参数; 这样仅需一个公共的开路去嵌结构和一个公共的直通去嵌结构便可以获取不同器件的散射参数; 减小版图面积
技术功效短语：减少流片成本; 获取散射参数; 减小版图面积
技术功效1级：成本; 获取; 面积
技术功效2级：成本降低; 获取; 面积降低
技术功效3级：流片成本降低; 散射参数获取; 版图面积降低
58、分析图像传感器白像素分布的方法、装置、设备和介质
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摘要：本发明提供了一种分析图像传感器白像素分布的方法，将图像数据进行二值化处理，得到二值图；从二值图中提取白像素分布特征；对特征进行聚类分组，并标记聚类集合的特征，得到标签数据组；将设备数据结构化获得硬件数据，通过硬件数据结合标签数据组构建数据集；对标签数据组进行时序统计，提取数据集中的特定标签数据的产生的时域，构建子数据集；通过算法处理子数据集中的硬件数据，得到硬件数据的特征重要度；依据特征重要度排列硬件数据，统计特定标签数据和前N个最重要的特征；对特定标签数据做可视化分析，最终确定导致特定的白像素分布产生的原因。该方法用于解决分析方法效率低，无法准确确定产生白像素的工艺问题。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111508498.9

申请日：2021-12-10

公开（公告）日：2022-03-08

IPC主分类：G06T7/00

IPC：G06T7/00; G06V10/762; G06V10/28; G06K9/62

国民经济分类：I6490; C3973; C3479; I6440; C2330; I6439; I6579; I6434; I6432; I6532; I6433; I6431; I6571; O8129; I6450; I6572

新兴产业分类：1.5, 9.1

技术功效句：有利于寻找导致特定的白像素分布根本原因; 便于通过算法学习训练; 便于通过算法学习训练; 实现快速准确地判断造成白像素分布的工艺原因; 有利于通过各标签的数量快速分析最主要的工艺原因; 用于将设备数据结构化获得硬件数据; 时间跨度最长的腔体数据; 有利于迅速发现造成特定白像素分布的原因; 实现快速准确地判断造成白像素分布的工艺原因; 实现快速准确地判断造成白像素分布的工艺原因; 便于排查工艺原因; 有利于减少人工判断所述白像素分布特征时使用的图像数据; 便于提取所述白像素分布特征
技术功效短语：寻找导致分布; 算法学习; 训练; 实现快速准确; 工艺原因快速分析; 获得硬件数据; 时间跨度长; 原因迅速发现; 实现准确判断; 快速准确; 工艺原因; 减少人工判断数据; 提取像素分布特征
技术功效1级：寻找; 学习; 训练; 准确性; 速度; 硬件; 跨度; 工艺; 判断; 像素
技术功效2级：寻找; 学习; 训练; 准确性提高; 速度提高; 硬件; 跨度; 工艺; 判断降低; 像素
技术功效3级：导致分布寻找; 算法学习; 训练; 实现快速准确性提高; 工艺原因分析速度提高; 获得数据硬件; 时间长跨度; 原因发现速度提高; 实现判断准确性提高; 准确速度提高; 原因工艺; 人工数据判断降低; 提取分布特征像素
59、FinFET器件及其栅极结构的形成方法
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摘要：本发明提供了一种FinFET器件的栅极结构的形成方法，包括：提供一衬底，衬底上形成有鳍片；依次形成牺牲层及停止层，牺牲层覆盖鳍片的外壁及衬底的表面，停止层覆盖牺牲层；形成虚拟栅极，虚拟栅极部分覆盖隔离层及衬底；蚀刻部分虚拟栅极以形成暴露衬底的深槽，于深槽内形成隔离墙，隔离墙截断虚拟栅极；去除虚拟栅极、停止层及牺牲层，以形成栅极结构。利用覆盖于鳍片上的牺牲层及停止层，可在蚀刻虚拟栅极以形成深槽时可以利用停止层确保深槽与鳍片的距离，从而使得于深槽中形成的隔离墙与鳍片保持合适的距离以具有类似自对准的效果，以防止隔离墙发生过度偏移，而且有利于提高后续制程的良率。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111446997.X

申请日：2021-11-30

公开（公告）日：2022-03-08

IPC主分类：H01L21/28

IPC：H01L21/28; H01L21/336

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：有利于提高后续制程的良率; 而且有利于提高后续制程的良率; 从而使得于深槽中形成的隔离墙与鳍片保持合适的距离以具有类似自对准的效果; 可确保形成的隔离墙与两侧的鳍片具有更合理的窗口; 进而防止隔离墙发生过度偏移; 以防止隔离墙发生过度偏移; 可确保形成的隔离墙与两侧的鳍片具有更合理的窗口
技术功效短语：提高制程良率; 合适距离; 确保更; 防止过度偏移; 合理窗口
技术功效1级：良品率; 适应性; 确定性; 偏移; 合理性
技术功效2级：良品率提高; 适应性提高; 确定性提高; 偏移避免; 合理性提高
技术功效3级：制程良品率提高; 距离适应性提高; 确定性提高; 过度偏移避免; 窗口合理性提高
60、光电探测装置
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摘要：本发明提供了一种光电探测装置，包括衬底、包括光吸收结构的像元结构以及聚光结构。所述衬底的背面设置有所述聚光结构，所述聚光结构能够会聚所接收到的特定波长范围的光，使所接收到的特定波长范围的光经所述聚光结构作用后形成会聚光路，且所述衬底和设置于所述衬底正面的所述光吸收结构设置于所述会聚光路，使得无需占用所述衬底正面的像元结构面积就能够通过所述聚光结构进一步增加所述光吸收结构所接收到的能量，有利于提高检测灵敏度。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202111425158.X

申请日：2021-11-26

公开（公告）日：2022-03-04

IPC主分类：H01L27/146

IPC：H01L27/146; G01D5/26

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C4013; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：提高检测灵敏度; 有利于提高检测灵敏度; 以增强所述光吸收结构对所接收到的特定波长范围的光的吸收作用; 增加所述光吸收结构所接收到的能量
技术功效短语：提高检测灵敏度; 增强吸收光吸收作用; 增加吸收接收到能量
技术功效1级：灵敏度; 吸收; 能量
技术功效2级：灵敏度提高; 吸收提高; 能量提高
技术功效3级：检测灵敏度提高; 吸收光作用吸收提高; 吸收接收到能量提高
61、多值存储器的读出电路
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摘要：本申请提供一种多值存储器的读出电路，其中，第一电压比较模块用于待比较电压和第一控制电压后输出第一信号至控制模块，或，基于第一固定电压输出第二信号至控制模块；第二电压比较模块用于比较待比较电压和第二控制电压后输出第三信号至控制模块，或，基于第二固定电压输出第四信号至控制模块；控制模块用于在接收一次第一信号和第三信号时读取并存储一比特数据；控制模块用于当接收到第二信号和第四信号时，使控制电压模块输出控制电压，且控制本次输出的控制电压与上一次输出的控制电压不同，以在再接收一次第一信号和第三信号时读取并存储又一比特数据，直到存储多比特数据中的所有数据。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111355118.2

申请日：2021-11-16

公开（公告）日：2022-03-01

IPC主分类：G11C13/00

IPC：G11C13/00

国民经济分类：C3913; C3973

新兴产业分类：1.1

技术功效句：且控制本次输出的控制电压与上一次输出的控制电压不同; 使控制电压模块输出控制电压; 且控制本次输出的控制电压与上一次输出的控制电压不同; 使控制电压模块输出控制电压
技术功效短语：控制电压; 控制模块输出; 控制本次输出
技术功效1级：可控性
技术功效2级：可控性
技术功效3级：电压可控性; 模块输出可控性; 本次输出可控性
62、一种卡夹校正装置和卡夹校正设备
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摘要：本发明提供了一种卡夹校正装置，其中，包括：校正机构和检测机构；所述检测机构包括检测触片和检测传感器；所述校正机构和所述检测传感器均设置在一承载台上，所述校正机构包括驱动部和与所述驱动部连接的推动部；所述推动部用于在所述驱动部的驱动下推动所述承载台上的卡夹，以校正所述卡夹的位置；所述检测触片可拆卸地设置在所述推动部上，用于在所述卡夹的位置被校正后触发所述检测传感器, 所述检测传感器用于在被所述检测触片触发后输出校正完成信号。本发明还提供一种卡夹校正设备。本发明可以使检测机构在卡夹具有较大尺寸误差时依然可以输出校正完成信号，提高校正检测的正确率。
专利类型：发明授权
申请人：北京七星华创集成电路装备有限公司
申请号：CN202010175611.5

申请日：2020-03-13

公开（公告）日：2022-02-25

IPC主分类：B65G47/24

IPC：B65G47/24; B65G43/00

国民经济分类：C4320; C3434; C4090

新兴产业分类：2.1, 5.1

技术功效句：提高校正检测的正确率; 从而在卡夹具有较大尺寸误差时可以正确输出校正完成信号
技术功效短语：提高校正正确率; 校正完成
技术功效1级：正确性; 校正
技术功效2级：正确性提高; 校正
技术功效3级：校正正确性提高; 完成校正
63、基板归正装置及半导体加工设备
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摘要：本发明提供一种基板归正装置及半导体加工设备，其中，基板归正装置包括成对设置的归正组件，用于通过夹持基板以使基板位于指定位置，归正组件包括主体支架、弹性缓冲组件和测控组件，主体支架用于与基板接触，以对基板进行归正，弹性缓冲组件设置在主体支架上，用于减缓主体支架与基板接触所产生的作用力，测控组件设置在主体支架上，用于驱动主体支架移动，并对主体支架的位置进行检测及控制。本发明提供的基板归正装置及半导体加工设备，能够降低废品率，并提高生产效率。
专利类型：发明授权
申请人：北京七星华创集成电路装备有限公司
申请号：CN202010743524.5

申请日：2020-07-29

公开（公告）日：2022-02-25

IPC主分类：H01L21/67

IPC：H01L21/67

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：进而降低由于基板损坏而影响生产设备正常运行的概率; 即可以降低主体支架与基板接触的过程中二者之间的相互作用力; 从而避免基板由于受到主体支架对其施加的作用力过大而损坏; 以降低该过程中主体支架对基板施加的作用力; 并提高生产效率; 实现对基板的归正; 以能够提高生产效率; 以能够降低废品率
技术功效短语：正常运行; 降低相互作用力; 避免受到过大损坏; 降低施加作用力; 提高生产效率; 实现基板归正; 降低废品率
技术功效1级：正确性; 作用力; 损坏; 效率; 归正; 废品率
技术功效2级：正确性; 作用力降低; 损坏避免; 效率提高; 归正; 废品率降低
技术功效3级：运行正确性; 相互作用力降低; 受到过大损坏避免; 施加作用力降低; 生产效率提高; 实现基板归正; 废品率降低
64、光敏传感器及其制备工艺
摘要：本发明提供了一种光敏传感器，包括顶电极、底电极、支撑结构、若干隔离层以及若干倍增结构。若干倍增结构相对所述顶电极倾斜设置于每层所述隔离层并与所述每层隔离层的导电结构对应电性连接，将每个子空腔结构分隔形成顶部朝向所述顶电极开口的若干加速腔结构，每个所述加速腔结构的底部开设通孔，以允许所述二次光电子通过，设置于不同所述隔离层的相邻加速腔结构中，靠近所述顶电极的一个加速腔结构的通孔作为靠近所述底电极的另一个加速腔结构的光电子入射口，使所述二次光电子实现连续加速和级联倍增并由所述底电极接收，提高集成度并有利于提升对单光子或弱光探测的灵敏度。本发明还提供了所述光敏传感器的制备工艺。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202111410349.9

申请日：2021-11-25

公开（公告）日：2022-02-25

IPC主分类：H01J43/24

IPC：H01J43/24; H01J9/00

国民经济分类：C3976; C3979; C4210; C3563; C3871; C3971; C4028; C3974; C3975; C4220

技术功效句：提高集成度并有利于提升对单光子或弱光探测的灵敏度; 提高集成度并有利于提升对单光子或弱光探测的灵敏度; 使光敏传感器能够在非真空条件下使用; 使光敏传感器能够在真空条件下使用; 本发明的光敏传感器的有益效果在于; 提高集成度; 减少光电子的运动路程
技术功效短语：提升探测灵敏度; 提高集成度; 光敏传感器; 减少运动路程
技术功效1级：灵敏度; 集成度; 光敏; 路程
技术功效2级：灵敏度提高; 集成度提高; 光敏; 路程降低
技术功效3级：探测灵敏度提高; 集成度提高; 传感器光敏; 运动路程降低
65、透射测试装置、信噪比测试系统及测试方法
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摘要：本发明提供了一种透射测试装置，包括至少一个透射测试单元，所述透射测试单元包括第一透射测试子单元、第二透射测试子单元和第三透射测试子单元，所述第一透射测试子单元和所述第二透射测试子单元相接触，且均设置于所述第三透射测试子单元上，所述第一透射测试子单元的光学密度与所述第三透射测试子单元的光学密度的差等于所述第三透射测试子单元的光学密度与所述第二透射测试子单元的光学密度的差，且所述第三透射测试子单元的光学密度与所述第二透射测试子单元的光学密度的差小于或等于0.3，便于通过对比度获得信噪比，减少了HDR融合与色调映射不单调对信噪比的影响。本发明还有提供了一种信噪比测试系统及测试方法。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111313692.1

申请日：2021-11-08

公开（公告）日：2022-02-18

IPC主分类：G06T7/00

IPC：G06T7/00; G06T5/00

国民经济分类：I6579; I6532; I6571; O8129; I6572

新兴产业分类：9.1, 8.2

技术功效句：便于计算动态范围; 减少了HDR融合与色调映射不单调对信噪比的影响; 减少了HDR融合与色调映射不单调对信噪比的影响; 便于通过对比度获得信噪比; 便于通过对比度获得信噪比; 减少了HDR融合与色调映射不单调对信噪比的影响
技术功效短语：计算动态范围; 减少融合; 减少色调; 获得信噪比; 通过对比度; 减少映射影响
技术功效1级：范围; 融合; 色调; 噪音; 对比度; 映射
技术功效2级：范围; 融合降低; 色调降低; 噪音; 对比度; 映射降低
技术功效3级：计算动态范围; 融合降低; 色调降低; 获得噪音; 通过对比度; 影响映射降低
66、双面雪崩光电二极管及其制备方法
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摘要：本申请提供一种双面雪崩光电二极管及其制备方法，包括第一类型衬底，第一类型衬底具有第一表面、第二表面和中心区，第一PN结和第二PN结间隔分布于中心区中，第一PN结位于中心区的靠近第一表面的一侧，第二PN结位于中心区的靠近第二表面的一侧，第一PN结和第二PN结均包括电性连接的第一类型区和第二类型区；第一类型电连接部和第二类型电连接部均靠近第一类型衬底的表面；第一类型连接部电性连接第一类型区和第一类型电连接部，第二类型连接部电性连接第二类型区和第二类型电连接部；防反射层覆盖第一表面，并形成光入射口；反射层至少覆盖位于中心区的第二表面。本申请能够增大耗尽区的厚度，提高入射光的吸收效率。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202111649722.6

申请日：2021-12-29

公开（公告）日：2022-02-18

IPC主分类：H01L31/107

IPC：H01L31/107; H01L31/0352; H01L31/0216; H01L31/18

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：6.3

67、雪崩光电二极管及其制作方法
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摘要：本申请属于半导体技术领域，具体涉及一种雪崩光电二极管及其制作方法。本申请旨在解决相关技术中的雪崩光电二极管的灵敏度低的问题。本申请的雪崩光电二极管包括基底，基底内的感测区设置有第一PN结和第二PN结，第一PN结对应的P型半导体和第二PN结对应的P型半导体电连接，第一PN结对应的N型半导体和第二PN结对应的N型半导体电连接。通过上述设置，使雪崩光电二极管具有两个PN结耗尽区，增加了PN结耗尽区的厚度，进而提高了PN结耗尽区对入射光的吸收效率，提高了雪崩光电二极管对光线的灵敏度。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202111649732.X

申请日：2021-12-29

公开（公告）日：2022-02-18

IPC主分类：H01L31/107

IPC：H01L31/107; H01L31/0352; H01L31/0216; H01L31/18

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：6.3

技术功效句：增加了PN结耗尽区的厚度; 提高了雪崩光电二极管对光线的灵敏度; 进而提高了PN结耗尽区对入射光的吸收效率; 进而提高了PN结耗尽区对入射光的吸收效率
技术功效短语：增加结厚度; 提高光线灵敏度; 提高结耗尽区; 提高吸收耗尽区
技术功效1级：厚度; 灵敏度; 耗尽区
技术功效2级：厚度提高; 灵敏度提高; 耗尽区提高
技术功效3级：结厚度提高; 光线灵敏度提高; 结耗尽区提高; 吸收耗尽区提高
68、一种去噪模型生成方法、系统、设备及介质
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摘要：本发明提供了一种去噪模型生成方法、系统、设备及介质，该方法包括：获取晶圆光刻后的SEM图像集合；将所述SEM图像集合中相同坐标的SEM图像像素值叠加取平均值，得到目标图像集合；利用卷积神经网络模型对所述SEM图像集合中的SEM图像进行特征提取，得到SEM图像特征信息；获取所述目标图像集合的目标图像特征信息；利用所述SEM图像特征信息和所述目标图像特征信息对卷积神经网络模型进行训练，得到去噪模型。本发明通过获取目标图像集合中的目标图像特征信息，利用SEM图像特征信息和目标图像特征信息对卷积神经网络模型进行训练，得到去噪模型，采用该去噪模型实现对SEM图像进行去噪，提高了去噪的可靠性和效率。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111392331.0

申请日：2021-11-19

公开（公告）日：2022-02-15

IPC主分类：G06T7/00

IPC：G06T7/00; G06T5/00; G06N3/04; G06N3/08

国民经济分类：I6490; C3914; C3915; C3919; I6440; I6439; I6579; I6434; I6432; I6532; I6433; I6431; I6571; O8129; I6450; I6572

新兴产业分类：1.5, 9.1, 8.2

技术功效句：提高了去噪的可靠性和效率; 提高了去噪的可靠性和效率; 便于叠加取均值得到可靠的目标图像集合; 从而采用该去噪模型提高获得去噪的SEM图像的效率和可靠性; 从而采用该去噪模型提高获得去噪的SEM图像的效率和可靠性; 尽可能的保证获取到在该坐标下图像产生的各种随机噪声
技术功效短语：提高噪可靠性; 提高效率; 可靠目标图像; 提高获得可靠性; 提高获得图像效率; 保证获取
技术功效1级：可靠性; 效率; 获取
技术功效2级：可靠性提高; 效率提高; 获取保持
技术功效3级：噪可靠性提高; 效率提高; 目标图像可靠性提高; 获得可靠性提高; 获得图像效率提高; 获取保持
69、一种芯片换盘设备
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摘要：本发明公开了一种芯片换盘设备，包括换盘料盘运输轨道和换盘模组，所述换盘料盘运输轨道有至少两个；所述换盘料盘运输轨道包括换盘轨道主架、安装在所述换盘轨道主架上的料盘运输装置和料盘定位装置，所述料盘运输装置用于运载通用料盘或专用料盘在所述换盘轨道主架上移动，所述料盘定位装置用于将通用料盘或专用料盘定位；所述换盘模组包括换盘运动架和换盘抓手，所述换盘运动架用于带动所述换盘抓手移动，所述换盘抓手能抓取单个芯片或张合调整间距地抓取至少两个芯片。芯片换盘设备能将通用料盘上的芯片换盘到专用料盘中，也能将专用料盘上的芯片换盘到通用料盘中；料盘可适应地在工位中定位；换盘抓手可张合调距；有效提高芯片换盘效率。
专利类型：发明授权
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110305373.X

申请日：2021-03-22

公开（公告）日：2022-02-08

IPC主分类：B65G47/91

IPC：B65G47/91; B65G59/04; B65G57/04; B65G57/03; B65G59/02

国民经济分类：C4320; C3434; C4090

新兴产业分类：2.1, 5.1

技术功效句：适应多种规格的芯片或料盘; 换盘运动架确保换盘抓手的移动定位精度高; 节约工作人员的送料时间和取料时间; 有效提高芯片换盘效率; 柔性高; 换盘运动架确保换盘抓手的移动定位精度高; 移动稳定性好; 灵活性好; 节约工作人员的送料时间和取料时间; 适应多种规格的芯片或料盘
技术功效短语：适应规格芯片; 确保换盘抓手; 节约送料时间; 提高换盘效率; 柔性高; 移动高; 移动稳定性好; 灵活性好; 节约取料时间; 适应料盘
技术功效1级：适应性; 确定性; 时间; 效率; 柔性; 移动; 稳定性; 灵活性
技术功效2级：适应性提高; 确定性提高; 时间降低; 效率提高; 柔性提高; 移动提高; 稳定性提高; 灵活性提高
技术功效3级：规格芯片适应性提高; 换盘抓手确定性提高; 送料时间降低; 换盘效率提高; 柔性提高; 移动提高; 移动稳定性提高; 灵活性提高; 取料时间降低; 料盘适应性提高
70、多芯片检测系统
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摘要：本发明公开了多芯片检测系统，包括芯片换盘设备和芯片测试设备；所述芯片换盘设备包括换盘料盘运输轨道和换盘模组；所述换盘料盘运输轨道包括换盘轨道主架、料盘运输装置和料盘定位装置；所述换盘模组包括换盘运动架和换盘抓手；所述芯片测试设备包括测试料盘运输轨道、次品盘运输轨道、测试模组和次品芯片抓取模组；所述测试料盘运输轨道包括测试料盘轨道架、料盘运输装置和料盘定位装置；所述次品盘运输轨道包括次品盘轨道架、料盘运输装置和次品盘定位装置；所述测试模组包括测试主架和测试抓手；所述次品芯片抓取模组包括次品抓取运动架和次品吸盘模组。芯片检测系统的测试效率高，又节约成本并大大减少人力消耗，并能灵活配置，应用价值高。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202111071412.0

申请日：2021-09-13

公开（公告）日：2022-02-01

IPC主分类：B65G47/91

IPC：B65G47/91; B65G35/00; B65G47/22; B65G47/74; G01R31/28; B07C5/36; B07C5/02

国民经济分类：C4320; C4012; C3434; C4028; C4390; C4360; C4350; C3593; C4090

新兴产业分类：2.1, 5.1

技术功效句：空间利用率高; 节约设备成本; 一台芯片测试设备可将测试机的性能发挥极致; 降低人力资源消耗; 利于市场的更新换代
技术功效短语：空间利用率高; 节约设备成本; 发挥极致; 降低资源消耗; 市场更新换代
技术功效1级：利用率; 成本; 极致; 消耗; 更新换代
技术功效2级：利用率提高; 成本降低; 极致; 消耗降低; 更新换代
技术功效3级：空间利用率提高; 设备成本降低; 发挥极致; 资源消耗降低; 市场更新换代
71、图像生成模型的训练方法及装置、图像的生成方法及装置
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摘要：本发明提供了一种图像生成模型的训练方法及装置、图像的生成方法及装置，该图像生成模型的训练方法包括：获取第一SEM图像和训练工艺变化带宽图像；将该第一SEM图像输入图像生成模型的生成器，并以该训练工艺变化带宽图像为目标图像进行训练；根据该图像生成模型中的损失函数对该生成器进行迭代训练，直至输出的训练结果图像在坐标位置上的像素值与该训练工艺变化带宽图像在对应坐标位置的像素值满足预设的阈值条件。本发明通过在该图像生成模型输入特定工艺下的SEM图像，就可以获得在工艺窗口下的工艺变化带宽图像，便于研究曝光之后晶圆上图形的变化情况，并根据该变化情况，不断改善光刻工艺。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111353672.7

申请日：2021-11-16

公开（公告）日：2022-02-01

IPC主分类：G06T7/00

IPC：G06T7/00; G06T7/73; G06N3/04; G06N3/08

国民经济分类：I6490; C3914; C3915; C3919; I6440; I6439; I6579; I6434; I6432; I6532; I6433; I6431; I6571; I6450; I6572

新兴产业分类：1.5, 9.1

技术功效句：本发明的方法简单快捷; 可以减少比较过程中损失函数的计算量; 提高了光刻工艺的工作效率; 同时也提高了图像生成模型生成所需图像的准确度; 可以更加高效准确的提高图像生成模型的判断效率; 本发明的方法简单快捷; 可以更加高效准确的提高图像生成模型的判断效率
技术功效短语：方法快捷; 减少损失计算量; 提高工作效率; 提高生成图像准确度; 高效判断效率; 方法简单; 准确效率
技术功效1级：速度; 计算量; 效率; 准确性; 复杂性
技术功效2级：速度提高; 计算量降低; 效率提高; 准确性提高; 复杂性降低
技术功效3级：方法速度提高; 损失计算量降低; 工作效率提高; 生成图像准确性提高; 高效判断效率提高; 方法复杂性降低; 准确效率提高
72、鳍形态改善方法
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摘要：本发明提供了一种鳍形态改善方法，包括在鳍结构的凹陷处填补氮化硅，在所述鳍结构暴露的表面上生长氧化硅，所述氮化硅能够对所述鳍结构凹陷处的硅起到保护作用，进而避免所述鳍结构凹陷处的硅被氧化，而所述鳍结构凹陷处之外的硅则会被氧化，填充氧化硅以完全包裹所述鳍结构以及填充满所述鳍结构之间的沟槽，然后进行退火处理，此时所述鳍结构凹陷处的氮化硅会起到保护作用，避免所述鳍结构凹陷处的硅被氧化，刻蚀所述氧化硅，以暴露部分所述鳍结构，去除了所述鳍结构侧壁突出的部分，从而提高了所述鳍结构垂直侧壁的平整度。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111425170.0

申请日：2021-11-26

公开（公告）日：2022-01-28

IPC主分类：H01L21/336

IPC：H01L21/336; H01L29/78

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：能够仅去除鳍结构凹陷处之外的氮化硅; 从而提高了所述鳍结构垂直侧壁的平整度; 避免所述鳍结构凹陷处的硅被氧化; 进而避免所述鳍结构凹陷处的硅被氧化; 能够提高所述氧化硅的膜质
技术功效短语：去除之外氮化硅; 提高侧壁平整度; 避免被氧化; 提高氧化硅膜质
技术功效1级：氮化硅; 平整度; 氧化; 膜质
技术功效2级：氮化硅降低; 平整度提高; 氧化避免; 膜质提高
技术功效3级：氮化硅降低; 侧壁平整度提高; 氧化避免; 氧化硅膜质提高
73、信号转换系统及信号转换方法
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摘要：本发明提供了一种信号转换系统，包括存储单元和读出单元，存储单元用于将图像的像素数据同时存储K份，读出单元用于在每次读取时，基于接口模式值X，从所述存储单元中K份所述像素数据中的任意X份所述像素数据中读取并输出X个所述像素数据，且X份所述像素数据分别提供一个所述像素数据，且读取并输出的X个所述像素数据为所述图像的一行像素数据中连续的像素数据，像素数据的读出基于存储单元存储的K份像素数据以及接口模式值X，能够实现信号转换以及接口模式的实时切换。本发明还提供了一种信号转换方法。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111051921.7

申请日：2021-09-08

公开（公告）日：2022-01-21

IPC主分类：H04N7/01

IPC：H04N7/01; H04N5/232; H04N5/378; H04N5/374

国民经济分类：C3932; C3933; C3934; C3951; C3973; C3931; C3953; I6429; C4390; C4350; O8131; I6421; I6422; C4090; I6519; O8121; I6513; I6511; I6512; O8122

新兴产业分类：8.1

技术功效句：提高数据读存储和读取的速度; 便于实现乒乓读写; 能够实现信号转换以及接口模式的实时切换; 能够实现信号转换以及接口模式的实时切换; 提高数据存储和读取的速度; 能够实现信号转换以及接口模式的实时切换; 以保证输出X个所述像素数据; 便于实现像素数据的补位; 保证输出像素数据的完整性
技术功效短语：提高读速度; 乒乓读; 实现模式切换; 实现转换; 提高存储速度; 实时切换; 保证输出像素数据; 实现补位; 保证输出完整性
技术功效1级：速度; 读; 切换; 转换; 实时性; 像素; 补位; 完整性
技术功效2级：速度提高; 读; 切换; 转换; 实时性提高; 像素保持; 补位; 完整性提高
技术功效3级：读速度提高; 乒乓读; 实现模式切换; 实现转换; 存储速度提高; 切换实时性提高; 输出数据像素保持; 实现补位; 输出完整性提高
74、一种芯片测试设备
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摘要：本发明公开了一种芯片测试设备，包括测试料盘运输轨道、次品盘运输轨道、测试模组和次品芯片抓取模组，所述测试料盘运输轨道和所述次品盘运输轨道平行地并排设置；所述测试料盘运输轨道包括测试料盘轨道架、安装在所述测试料盘轨道架上的料盘运输装置和料盘定位装置；所述次品盘运输轨道包括次品盘轨道架、安装在所述次品盘轨道架上的料盘运输装置和次品盘定位装置；所述测试模组包括测试主架和测试抓手，所述测试抓手可活动地安装在所述测试主架上；所述次品芯片抓取模组包括次品抓取运动架和次品吸盘模组。此芯片测试设备能够提升运送、取放、检测芯片的整体流程，从而有效提升效率。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202111073454.8

申请日：2021-09-13

公开（公告）日：2022-01-14

IPC主分类：G01R31/28

IPC：G01R31/28

国民经济分类：C4012; C4320; C4028; C4390; C4360; C4350; C4090

技术功效句：将设备的芯片测试功能发挥极致; 有效避免了测试动作和换盘动作的相互干扰; 节约工作人员的送料时间和取料时间; 降低设备调试难度; 保证设备尽可能已最高效率运行; 节约工作人员的送料时间和取料时间; 时测试机的使用效率达到最高
技术功效短语：发挥极致; 避免测试动作干扰; 节约送料时间; 降低调试难度; 保证已运行; 节约取料时间; 测试机使用效率最高
技术功效1级：极致; 干扰; 时间; 难度; 运行; 效率
技术功效2级：极致; 干扰避免; 时间降低; 难度降低; 运行保持; 效率提高
技术功效3级：发挥极致; 测试动作干扰避免; 送料时间降低; 调试难度降低; 运行保持; 取料时间降低; 测试机使用最高效率提高
75、一种线缆束护套
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摘要：本发明公开了一种线缆束护套，包括位于线缆束末端的接头端、位于线缆束中间的M个固定板、以及缠绕在线缆束外侧的连接弹簧，所述接头端包含N个接头通孔，所述固定板中包含N个与接头通孔对应的固定通孔；所述接头端和M个固定板之间通过连接弹簧连接，至少一根线缆穿过对应位置的接头通孔和固定通孔，形成线缆束。本发明提供的一种线缆束护套，均匀分散接头端相对运动导致的应力，以防止线缆在移动过程中由于应力集中而断裂。
专利类型：发明授权
申请人：上海集成电路研发中心有限公司; 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
申请号：CN202010435458.5

申请日：2020-05-21

公开（公告）日：2022-01-04

IPC主分类：H01B7/17

IPC：H01B7/17; H01B7/18; H01R13/56

国民经济分类：C3823; C3824; C3879; C3829; C3874; C3831; C4350; C3670; C4090

新兴产业分类：3.2, 6.5

技术功效句：本发明护套可以最大限度地确保局部应力均匀分散; 以防止线缆在移动过程中由于应力集中而断裂; 连接弹簧可以保护线缆在移动时不被外部突出物挂钩; 连接弹簧可以保护线缆在移动时不被外部突出物挂钩; 固定板用来防止线缆在移动过程中的互相缠绕; 本发明护套可以最大限度地确保局部应力均匀分散
技术功效短语：局部应力均匀; 防止断裂; 保护线缆; 不挂钩; 防止中缠绕; 确保局部
技术功效1级：均匀性; 断裂; 安全; 挂钩; 缠绕; 确定性
技术功效2级：均匀性提高; 断裂避免; 安全提高; 挂钩避免; 缠绕避免; 确定性提高
技术功效3级：局部应力均匀性提高; 断裂避免; 线缆安全提高; 挂钩避免; 缠绕避免; 局部确定性提高
76、寄生电容的测试电路和测试方法
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摘要：本发明提供一种寄生电容的测试电路和测试方法，参考支路和测试支路分设若干功能区，所述参考支路的晶体管的栅极电连接参考驱动支路，功能区上设有参考接触孔，所述参考接触孔输出参考电流至参考读取支路；所述参考接触孔与所述栅极之间具有平行于第一方向的参考栅通尺寸；所述测试支路的所述晶体管的栅极电连接所述测试驱动支路，功能区上设有测试接触孔，所述测试接触孔输出测试电流至测试读取支路；所述测试接触孔与所述栅极之间具有平行于所述第一方向的测试栅通尺寸，测试栅通尺寸大于0且小于或等于所述参考栅通尺寸。通过分离提取晶体管的第一电容测试值、第二电容测试值和第三电容测试值，提高了寄生电容的提取准确性。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111031915.5

申请日：2021-09-03

公开（公告）日：2022-01-04

IPC主分类：G01R31/28

IPC：G01R31/28; G01R27/26

国民经济分类：C4012; C4320; C4028; C4390; C4360; C4350; C4090

新兴产业分类：6.5

技术功效句：保证设计的可靠性; 提高了寄生电容的提取准确性
技术功效短语：保证设计可靠性; 提高提取准确性
技术功效1级：可靠性; 准确性
技术功效2级：可靠性提高; 准确性提高
技术功效3级：设计可靠性提高; 提取准确性提高
77、鳍部形貌优化的鳍式晶体管及制作方法
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摘要：本发明提供一种鳍部形貌优化的鳍式晶体管，鳍部包括位于衬底上的第一子鳍部和位于所述第一子鳍部上的第二子鳍部；氧化层，位于所述衬底上，且覆盖所述第一子鳍部和第二子鳍部的侧壁和顶面；其中：沿垂直于所述衬底表面的第一方向，所述第二子鳍部的剖面自上而下具有相连的顶圆弧段、位于所述顶圆弧段两侧的侧圆弧段和底圆弧段。通过氧化层和外延层的厚度控制第二交界宽度，而第一子鳍部宽度和第一交界宽度保持不变，实现提高器件饱和电流的同时，不造成漏电流的增大，从而有效提升器件性能Ieff。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111037059.4

申请日：2021-09-06

公开（公告）日：2022-01-04

IPC主分类：H01L29/10

IPC：H01L29/10; H01L29/78; H01L21/336

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：实现提高器件饱和电流的同时; 来实现提高器件饱和电流的同时
技术功效短语：实现提高饱和电流
技术功效1级：电流
技术功效2级：电流提高
技术功效3级：实现饱和电流提高
78、传输机构
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摘要：本申请实施例提供了一种传输机构。该传输机构包括：机械臂、支撑结构、第一吸附组件和第二吸附组件；机械臂固定设置，支撑结构与机械臂连接，机械臂用于带动支撑结构移动或旋转；第一吸附组件和第二吸附组件均设置于支撑结构的同一面上，第一吸附组件和第二吸附组件均用于在支撑结构由机械臂的带动下伸入基板存储箱内抓取基板，第二吸附组件能够相对支撑结构伸缩运动，用于带动抓取的基板的至少一侧边发生形变，以使抓取的基板与基板存储箱内的基板分离；第一吸附组件和第二吸附组件还用于在机械臂的带动下将基板传送至预设位置后释放基板。本申请实施例能够避免由于基板相互吸附导致抓取失败，从而大幅提高基板抓取的成功率以及提高传输良率。
专利类型：发明申请
申请人：北京七星华创集成电路装备有限公司
申请号：CN202111143262.X

申请日：2021-09-28

公开（公告）日：2021-12-31

IPC主分类：B65G47/91

IPC：B65G47/91

国民经济分类：C4320; C3434; C4090

新兴产业分类：5.1

技术功效句：避免由于基板相互吸附导致抓取失败; 从而大幅提高基板抓取的成功率以及提高传输良率; 本申请实施例能够避免由于基板相互吸附导致抓取失败; 从而大幅提高基板抓取的成功率以及提高传输良率
技术功效短语：避免抓取失败; 提高传输良率; 提高抓取成功率
技术功效1级：失败; 良品率; 成功率
技术功效2级：失败避免; 良品率提高; 成功率提高
技术功效3级：抓取失败避免; 传输良品率提高; 抓取成功率提高
79、一种基于垂直双台面结构的多工位数字光刻装置和方法
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摘要：本发明公开了一种基于垂直双台面结构的多工位数字光刻装置和方法，属于光刻系统技术领域。本发明提供的光刻装置及方法，通过采用触发对位模式，基于曝光工作面、对位工作面、上下板操作面分别处于不同垂直工位的垂直双台面结构，在垂直空间上，为两个台面设置多个垂直工位，多个垂直工位相互独立，并可以根据不同的曝光场合，结合不同的曝光流程方法，适用于有多分区对位需求，或更高解析精度需求，或两者均需要的生产需求，并保证光刻精度、并提高工作效率。本发明提供的光刻装置及方法，适合于使用低剂量成像材料的生产需求，此时曝光速度较快，需要尽量缩短上下板和对位操作，可使工作效率提升10％以上。
专利类型：发明申请
申请人：江苏影速集成电路装备股份有限公司
申请号：CN202111110717.8

申请日：2021-09-18

公开（公告）日：2021-12-28

IPC主分类：G03F7/20

IPC：G03F7/20; G03F9/00

国民经济分类：C3569; C2665; C2664; C3473; C3474; C3562; C3563; C3479; O8131; C3471; C3472; C4330

新兴产业分类：1.2

技术功效句：此时曝光速度较快; 降低设备成本; 使本发明的数字光刻装置发挥最佳的生产效率; 并保证光刻精度; 会大大降低工作效率; 能够减小设备尺寸; 或更高解析精度需求
技术功效短语：曝光速度快; 降低设备成本; 发挥生产效率; 保证光刻精度; 降低工作效率; 减小设备尺寸; 或高解析精度需求
技术功效1级：速度; 成本; 效率; 精度; 尺寸
技术功效2级：速度提高; 成本降低; 效率提高; 精度提高; 尺寸降低
技术功效3级：曝光速度速度提高; 设备成本降低; 发挥生产效率提高; 光刻精度提高; 工作效率提高; 设备尺寸降低; 解析需求精度提高
80、鳍式半导体器件及其制备方法
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摘要：本发明提供了一种鳍式半导体器件及其制备方法，包括：衬底；介质层，位于所述衬底上；以及，若干鳍片，间隔排布在所述衬底上，每个所述鳍片从所述衬底向上贯穿所述介质层后继续向上延伸，且所述鳍片包括从下至上的第一部分及第二部分，其中，所述第一部分位于所述介质层中，所述第二部分位于所述介质层上，所述第二部分的侧壁的一部分向内凹陷以使所述第二部分对应凹陷部位的横向宽度减小；本发明减小了鳍式半导体器件短沟道效应，改善漏电现象，提高了鳍式半导体器件的电性能。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111045909.5

申请日：2021-09-07

公开（公告）日：2021-12-28

IPC主分类：H01L29/10

IPC：H01L29/10; H01L29/06; H01L29/78; H01L21/336

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：从而提高鳍式半导体器件的电性能; 以提高鳍式半导体器件的电性能; 改善漏电现象; 能够提升所述栅极结构对沟道电流的控制能力; 本发明减小了鳍式半导体器件短沟道效应; 提高了鳍式半导体器件的电性能
技术功效短语：提高器件电性能; 提高电性能; 改善漏电现象; 提升控制能力; 减小短沟道效应
技术功效1级：电性能; 泄露; 能力; 短沟道
技术功效2级：电性能提高; 泄露改善; 能力提高; 短沟道降低
技术功效3级：器件电性能提高; 电性能提高; 现象电泄露改善; 控制能力提高; 效应短沟道降低
81、鳍式半导体器件及其制备方法
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摘要：本发明提供了一种鳍式半导体器件及其制备方法，包括：衬底；介质层，位于所述衬底上；以及，若干鳍片，间隔排布在所述衬底上，每个所述鳍片从所述衬底向上贯穿所述介质层后继续向上延伸，且所述鳍片包括从下至上的第一部分、第二部分及第三部分，其中，所述第一部分位于所述介质层中，所述第二部分及所述第三部分均位于所述介质层上，所述第三部分的侧壁的一部分向内凹陷以使所述第三部分对应凹陷部位的横向宽度减小；本发明减小了鳍式半导体器件短沟道效应，改善漏电现象，提高了鳍式半导体器件的电性能。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111045910.8

申请日：2021-09-07

公开（公告）日：2021-12-28

IPC主分类：H01L29/10

IPC：H01L29/10; H01L29/06; H01L29/78; H01L21/336

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：从而提高鳍式半导体器件的电性能; 以提高鳍式半导体器件的电性能; 改善漏电现象; 能够提升所述栅极结构对沟道电流的控制能力; 本发明减小了鳍式半导体器件短沟道效应; 提高了鳍式半导体器件的电性能
技术功效短语：提高器件电性能; 提高电性能; 改善漏电现象; 提升控制能力; 减小短沟道效应
技术功效1级：电性能; 泄露; 能力; 短沟道
技术功效2级：电性能提高; 泄露改善; 能力提高; 短沟道降低
技术功效3级：器件电性能提高; 电性能提高; 现象电泄露改善; 控制能力提高; 效应短沟道降低
82、一种高动态范围的图像传感器
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摘要：一种高动态范围的图像传感器，在常规的4T全局像元结构，即在1个传输晶体管、1个复位晶体管、1个源极跟随器和1个行选晶体管组成的像元结构基础上，增加1个抗晕晶体管、1个存储电荷控制晶体管、1个电容和1个电容信号传输管，形成一个7T1C的图像传感器结构。当光电二极管的信号较小时，通过传输晶体管传输信号到浮置扩散区并读出；当光电二极管的信号较大时，通过抗晕晶体管溢出并存储到电容上，再通过电容信号传输管传输到浮置扩散区并读出。本发明通过这种结构，可以大幅扩大可存储的满阱电荷，提高动态范围。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司; 成都微光集电科技有限公司
申请号：CN202111085380.X

申请日：2021-09-16

公开（公告）日：2021-12-24

IPC主分类：H04N5/355

IPC：H04N5/355; H04N5/374; H04N5/378

国民经济分类：C3932; C3933; C3934; C3951; C3973; C3931; C3953; C4390; C4350; O8131; C4090; I6519; I6513; O8121; I6511; I6512; O8122

新兴产业分类：8.1

技术功效句：其容值可以比较容易做的很高; 通过使用阶梯状变化可调的存储电荷控制晶体管的控制电压; 从而进一步提高动态范围; 增加1个抗晕晶体管、1个存储电荷控制晶体管、1个电容和1个电容信号传输管; 增加1个抗晕晶体管、1个存储电荷控制晶体管、1个电容和1个电容信号传输管; 从而大幅提高承载满阱电荷的能力; 可以等效的表征比电容上限更高的满阱电荷状态; 通过使用阶梯状变化可调的存储电荷控制晶体管的控制电压; 提高动态范围; 动态范围增加的倍数会越高; 增加1个抗晕晶体管、1个存储电荷控制晶体管、1个电容和1个电容信号传输管; 可以大幅扩大可存储的满阱电荷; 从而可以大幅提升可存储的满阱电荷
技术功效短语：容值做高; 控制晶体管; 提高动态范围; 增加个抗晕晶体管; 提高承载电荷能力; 等效表征高; 控制电压; 增加倍数高; 增加个存储电荷; 扩大满阱电荷; 提升满阱电荷
技术功效1级：容值; 可控性; 范围; 晶体管; 能力; 表征; 倍数; 电荷
技术功效2级：容值提高; 可控性; 范围提高; 晶体管提高; 能力提高; 表征提高; 倍数提高; 电荷提高
技术功效3级：容值提高; 晶体管可控性; 动态范围提高; 抗晕晶体管提高; 承载电荷能力提高; 等效表征提高; 电压可控性; 高倍数提高; 存储电荷提高; 满阱电荷提高
83、一种芯片缺陷的检测方法及装置
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摘要：本发明公开了一种芯片缺陷的检测方法及装置，通过从承载装置中获取待测芯片，再读取预设的芯片的模板数据。根据模板数据，通过采集在芯片拍摄时的成像平面与芯片的高度平面水平的正向图像，以及若干在芯片拍摄时的成像平面与芯片的高度平面构成夹角角度的倾斜图像，以获取不同方向角度的芯片图像；根据特征点匹配方法，对正向图像和若干倾斜图像进行重合处理，并通过对重合后的图像进行匹配变换，以计算出芯片的线弧高度，从而判断芯片是否存在缺陷，并存储检测结果。采用本发明技术方案能提高对芯片与连接点上的线弧缺陷的检测精度、并提高检测效率。
专利类型：发明授权
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110305577.3

申请日：2021-03-22

公开（公告）日：2021-12-17

IPC主分类：G01N21/956

IPC：G01N21/956; G01N21/88; G01B11/06

国民经济分类：C4320; C4024; C4014; C4015; C3544; C3581; C4021; C4330; C4090

新兴产业分类：2.1, 3.7

技术功效句：采用本发明技术方案能提高对芯片与连接点上的线弧缺陷的检测精度、并提高检测效率; 并提高检测速度、检测精度; 降低生产成本; 并提高检测速度、检测精度; 从而节省人力成本; 采用本发明技术方案能提高对芯片与连接点上的线弧缺陷的检测精度、并提高检测效率
技术功效短语：提高检测效率; 提高检测精度; 降低生产成本; 提高检测速度; 节省人力成本; 提高缺陷检测精度
技术功效1级：效率; 精度; 成本; 速度
技术功效2级：效率提高; 精度提高; 成本降低; 速度提高
技术功效3级：检测效率提高; 检测精度提高; 生产成本降低; 检测速度提高; 人力成本降低; 缺陷检测精度提高
84、一种视觉检测装置
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摘要：本发明涉及半导体加工技术领域，公开了一种视觉检测装置，其包括工作平台、控制系统、储料机构以及设于工作平台上的移动机构、承载机构、夹取机构和视觉检测机构，针对不同尺寸规格的晶圆和料条选择对应的导向组件和承载台并将其安装于支承组件上，从而使得承载机构可适配支承不同尺寸的晶圆和料条，满足多样化的检测需求；其次，支承组件的导向槽起到了辅助支撑、导向和限位的作用，使得待测件在夹取机构移动待测件至承载台的过程中以及承载台随支承组件移动的过程中均较为稳固地置于承载台上，防止待测件滑移甚至滑脱，提高了检测的精准度；另外，视觉检测装置的检测过程智能自动化，无需人工取放，大大降低了人工参与度，提高了检测的效率。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110992087.5

申请日：2021-08-26

公开（公告）日：2021-12-17

IPC主分类：G01N21/95

IPC：G01N21/95; G01N21/01

国民经济分类：C4024; C4014; C3544; C3581; C4021; C4330

新兴产业分类：3.7

技术功效句：从而使得承载机构可适配支承不同尺寸的晶圆和料条; 防止待测件滑移甚至滑脱; 提高了检测的精准度; 满足多样化的检测需求; 大大降低了人工参与度; 全程智能自动化; 从而使得承载机构可适配支承不同尺寸的晶圆和料条; 提高了检测的效率
技术功效短语：适配晶圆; 防止测件; 提高检测精准度; 满足检测需求; 降低参与度; 智能自动化; 晶圆; 提高检测效率
技术功效1级：晶圆; 测件; 准确性; 可检测性; 参与; 智能化; 效率
技术功效2级：晶圆; 测件避免; 准确性提高; 可检测性; 参与降低; 智能化提高; 效率提高
技术功效3级：适配晶圆; 测件避免; 检测准确性提高; 满足需求可检测性; 度参与降低; 自动化智能化提高; 晶圆; 检测效率提高
85、最大值求解电路及最大值求解方法
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摘要：本申请提供一种最大值求解电路及最大值求解方法。该最大值求解电路包括N个第一放大电路、运算放大电路、对数放大电路和模数转换电路。每个第一放大电路用于接收一个数字信号，将数字信号转换为第一模拟电压，以及根据指数函数对第一模拟电压进行处理后得到第二模拟电压，对第二模拟电压进行电流转换后输出第一模拟电流；运算放大电路用于将M个第一模拟电流的电流和转换为第三模拟电压；对数放大电路用于根据对数函数对第三模拟电压进行运算，得到M个第一模拟电压中的最大模拟电压；模数转换电路用于将最大模拟电压转换为目标数字信号后输出。本申请可以解决传统模拟电路工作效率低的问题。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111119445.8

申请日：2021-09-24

公开（公告）日：2021-12-17

IPC主分类：G06F7/556

IPC：G06F7/556; G06N3/063; H03M1/12

国民经济分类：I6490; C3914; C3915; C3973; C4390; C3919; I6440; C3961; I6439; O8121; I6434; I6432; I6433; I6532; I6431; I6450

新兴产业分类：1.1, 1.2, 1.5

技术功效句：本申请可以解决传统模拟电路工作效率低的问题; 用以解决传统模拟电路工作效率低的问题
技术功效短语：工作效率高
技术功效1级：效率
技术功效2级：效率提高
技术功效3级：工作效率提高
86、鳍式半导体器件的制备方法
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摘要：本发明提供了一种鳍式半导体器件的制备方法，包括：提供基底，所述基底包括PMOS区域和NMOS区域；刻蚀以去除所述PMOS区域的基底的部分厚度；在所述PMOS区域和所述NMOS区域的所述基底上保形地形成鳍片材料层；在所述鳍片材料层上依次保形地形成第一掩模层和第二掩模层；研磨以去除部分厚度的所述第二掩模层；刻蚀以去除所述第一掩模层、所述第二掩模层、所述NMOS区域的鳍片材料层及所述PMOS区域的部分厚度的鳍片材料层；在所述NMOS区域形成所述NMOS管的鳍片及在所述PMOS区域形成所述PMOS管的鳍片；本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111045914.6

申请日：2021-09-07

公开（公告）日：2021-12-07

IPC主分类：H01L21/8234

IPC：H01L21/8234

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：减轻同时对不同的材质进行研磨时出现的平坦性较差的现象; 本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 最终实现减小NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差
技术功效短语：出现平坦性差; 鳍片高度差; 减小管; 减小管鳍片
技术功效1级：平坦性; 高度; 管; 鳍片
技术功效2级：平坦性; 高度; 管降低; 鳍片降低
技术功效3级：出现平坦性; 鳍片高度; 管降低; 管鳍片降低
87、鳍式半导体器件的制备方法
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摘要：本发明提供了一种鳍式半导体器件的制备方法，包括：提供基底，所述基底包括PMOS区域和NMOS区域，在所述PMOS区域的基底上形成第一鳍片材料层；在所述基底上形成第二鳍片材料层，所述第二鳍片材料层保形地覆盖所述NMOS区域的基底及所述第一鳍片材料层；在所述第二鳍片材料层上保形地形成掩模层；研磨以去除部分厚度的所述掩模层；刻蚀以去除所述掩模层、所述PMOS区域的第二鳍片材料层及所述NMOS区域的部分厚度的第二鳍片材料层；在所述NMOS区域形成所述NMOS管的鳍片及在所述PMOS区域形成所述PMOS管的鳍片；本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111045921.6

申请日：2021-09-07

公开（公告）日：2021-12-07

IPC主分类：H01L21/8234

IPC：H01L21/8234

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 减轻同时对不同的材质进行研磨时出现的平坦性较差的现象; 本发明减小了NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差; 最终实现减小NMOS管的鳍片与PMOS管的鳍片的高度差
技术功效短语：鳍片高度差; 减小管; 出现平坦性差; 减小管鳍片
技术功效1级：高度; 管; 平坦性; 鳍片
技术功效2级：高度; 管降低; 平坦性; 鳍片降低
技术功效3级：鳍片高度; 管降低; 出现平坦性; 管鳍片降低
88、像素单元结构及其形成方法
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摘要：本发明提供了一种像素单元结构及其形成方法，所述像素单元结构的形成方法包括：提供衬底，衬底内形成有间隔分布的第一感光元件和第二感光元件；去除第一感光元件和第二感光元件的感光区域上方的第二阻挡层和金属层；形成图案化的光刻胶层，覆盖第二感光元件的感光区域并暴露第一感光元件的感光区域；以图案化的光刻胶层为掩模，刻蚀去除第一感光元件的感光区域上方的第一阻挡层，第二感光元件的感光区域上方的第一阻挡层的作为第二感光元件的挡光层保留。本发明大幅减少了第一感光元件和第二感光元件在刻蚀中受到的等离子体损伤，避免了像素单元性能的劣化，从而提高图像传感器的可靠性和成品率，同时简化了工艺流程，降低了工艺成本。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111052985.9

申请日：2021-09-06

公开（公告）日：2021-12-07

IPC主分类：H01L27/146

IPC：H01L27/146

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：避免了像素单元性能的劣化; 同时简化了工艺流程; 从而提高图像传感器的可靠性和成品率; 减少了第一感光元件和第二感光元件受到的等离子体损伤; 本发明大幅减少了第一感光元件和第二感光元件在刻蚀中受到的等离子体损伤; 降低了工艺成本; 避免了像素单元的性能劣化; 本发明大幅减少了第一感光元件和第二感光元件在刻蚀过程中受到的等离子体损伤; 从而提高图像传感器的可靠性和成品率; 控制工艺成本
技术功效短语：避免性能劣化; 简化工艺流程; 提高成品率; 减少受到离子体损伤; 降低工艺成本; 避免劣化; 提高传感器可靠性; 控制工艺成本
技术功效1级：劣化; 复杂性; 成品率; 损失; 成本; 可靠性
技术功效2级：劣化避免; 复杂性降低; 成品率提高; 损失降低; 成本降低; 可靠性提高
技术功效3级：性能劣化避免; 工艺流程复杂性降低; 成品率提高; 受到离子体损失降低; 工艺成本降低; 劣化避免; 传感器可靠性提高; 控制工艺成本降低
89、一种多值存储器的校准电路、校准方法和编程方法
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摘要：本发明提供的一种多值存储器的校准电路、校准方法和编程方法。校准电路包括多值存储器、参考可变电阻、灵敏放大器、编程开关、读开关、电流通路模块、逻辑控制模块和非易失性存储器，灵敏放大器包括第一输入端、第二输入端和输出端；多值存储器的一端与编程开关连接，另一端与灵敏放大器的第一输入端连接，多值存储器的一端还与读开关连接；编程开关与读开关并联；参考可变电阻的一端与编程开关连接，另一端与灵敏放大器的第二输入端连接。利用校准电路确定各阻值对应的校准结果，校准结果即过冲阻值，在写入数据的时候，可以将参考可变电阻的阻值减去对应的过冲阻值作为目标编程阻值，这样可以消除多值存储器在编程模式下存在过冲阻值的问题。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111045880.0

申请日：2021-09-07

公开（公告）日：2021-12-03

IPC主分类：G11C13/00

IPC：G11C13/00

国民经济分类：C3913; C3973

新兴产业分类：1.1

技术功效句：这样可以消除多值存储器在编程模式下存在过冲阻值的问题
技术功效短语：消除下存在过冲阻值问题
技术功效1级：阻值
技术功效2级：阻值避免
技术功效3级：存在过冲问题阻值避免
90、CIS芯片的像元结构、微透镜阵列、图像传感器及制作方法
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摘要：本发明提供了一种CIS芯片的像元结构、微透镜阵列、图像传感器及制作方法，该像元结构包括：半导体基底，该半导体基底具有光敏元件，平坦层，位于该半导体基底上方。第一微透镜，为凸透镜，第一微透镜的上表面为凸面，第一微透镜的下表面位于平坦层的正上方。彩色滤光层，位于第一微透镜的上表面，彩色滤光层的上表面和下表面均为凸面。第二微透镜，为凸透镜，该第二微透镜位于彩色滤光层的上表面，第二微透镜的上表面和下表面均为凸面。本发明通过将第一微透镜的上表面设置为凸面，彩色滤光层和第二微透镜的上表面和下表面均设置为凸面，从而将像元结构接收到的光线全折射到光敏元件中，提高了成像的质量。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111040432.1

申请日：2021-09-06

公开（公告）日：2021-11-30

IPC主分类：H01L27/146

IPC：H01L27/146

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

新兴产业分类：1.2

技术功效句：实现了将微透镜阵列上的光信号全部折射至光敏元件中; 从而增加了微透镜阵列中光敏元件接收的光信号; 避免了阵列设置的叠层结构之间出现间隙; 使像元结构的形状结构更加合理紧凑; 使像元结构的形状结构更加合理紧凑; 实现了将微透镜阵列上的光信号全部折射至光敏元件中; 从而提高了成像的质量; 从而可增加光刻胶与半导体基底间表面附着力; 提高了图像传感器的成像质量; 有效提高了图像传感器的光学效率; 大大提高了光敏元件接收到更多的光信号; 避免了相邻的像元结构之间可能存在的间隙; 同时提高了图像传感器的灵敏度; 增加了光敏元件接收的光信号
技术功效短语：实现信号折射; 光敏元件; 避免出现间隙; 合理; 紧凑; 提高成像质量; 增加间附着力; 提高光学效率; 避免存在间隙; 提高传感器灵敏度
技术功效1级：折射; 光敏; 间隙; 合理性; 体积; 质量; 附着力; 效率; 灵敏度
技术功效2级：折射; 光敏; 间隙避免; 合理性提高; 体积降低; 质量提高; 附着力提高; 效率提高; 灵敏度提高
技术功效3级：实现信号折射; 元件光敏; 出现间隙避免; 合理性提高; 体积降低; 成像质量提高; 附着力提高; 光学效率提高; 存在间隙避免; 传感器灵敏度提高
91、存储器及其读、写、擦除方法
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摘要：本申请提供一种存储器及其读、写、擦除方法。该存储器包括H个沿第一方向平行设置的存储面，存储面以第二方向延伸，存储面包括M列存储串，存储串以第三方向延伸，第一方向、第二方向和第三方向均不同；H和M均为大于零的整数；一个存储串包括：依次连接的N行忆阻存储单元、N条字线、选通晶体管、选通线、位线、公共源线，所有存储串中最后一行的忆阻存储单元均与公共源线连接，公共源线通过参考电阻接参考电位。本申请可以提升存储器的使用性能。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111048164.8

申请日：2021-09-08

公开（公告）日：2021-11-26

IPC主分类：G11C13/00

IPC：G11C13/00

国民经济分类：C3913; C3973

新兴产业分类：1.1

技术功效句：由此极大提高了存储器的存储容量; 本申请可以提升存储器的使用性能; 使用更为方便; 以提高存储器中忆阻存储单元的数量; 由此实现了存储器从二维结构到三维结构的转变; 使得存储器的利用率更高; 用以提高存储器的存储容量
技术功效短语：提高存储容量; 提升存储器; 使用方便; 提高单元数量; 实现结构转变; 存储器利用率高
技术功效1级：容量; 存储器; 便利性; 数量; 转变; 利用率
技术功效2级：容量提高; 存储器提高; 便利性提高; 数量提高; 转变; 利用率提高
技术功效3级：存储容量提高; 存储器提高; 使用便利性提高; 单元数量提高; 实现结构转变; 存储器利用率提高
92、基于FPGA接收MIPI信号的方法、FPGA、终端和介质
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摘要：本发明提供了一种基于FPGA接收MIPI信号的方法、FPGA、终端和介质，该方法包括：在FPGA接收MIPI信号的过程中，当LVDS接口确定MIPI信号从高速传输模式切换为低功耗传输模式时，在低功耗传输模式下，LVDS接口确定所接收的MIPI信号为消隐数据；当GPIO接口确定MIPI信号从低功耗传输模式切换为高速传输模式时，在高速传输模式下LVDS接口接收并解码MIPI信号的一行串行有效图像数据；重复执行上述步骤，直至接收并解码得到MIPI信号的最后一行串行有效图像数据后，FPGA将各行串行有效图像数据转换为并行图像数据。该方法可以实现在不借助其它芯片的情况下，由FPGA接收MIPI信号。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111040425.1

申请日：2021-09-06

公开（公告）日：2021-11-23

IPC主分类：H04N7/01

IPC：H04N7/01; H04N5/765

国民经济分类：C3932; C3933; C3934; C3951; C3973; C3931; C3953; I6429; C4390; C4350; O8131; I6421; I6422; C4090; I6519; O8121; I6513; I6511; I6512; O8122

新兴产业分类：8.1

技术功效句：所以可以解决FPGA因高电平幅值不一致; 从而输出图像质量更高的信号
技术功效短语：解决幅值不一致; 输出图像质量高信号
技术功效1级：一致性; 质量
技术功效2级：一致性提高; 质量提高
技术功效3级：幅值解决一致性提高; 输出图像信号质量提高
93、分拣机运动模组速度匹配方法、装置及分拣机
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摘要：本发明涉及半导体检测分拣设备技术领域，公开了一种分拣机运动模组速度匹配方法、装置及分拣机，方法包括：根据待执行动作的子动作执行顺序，确定每个子动作对应的运动模组以及每个运动模组的执行顺序；获取每个运动模组的初始运行时间；根据上级运动模组的初始运行时间、下级运动模组的初始运行时间和所述下级运动模组的子动作运行距离，获得每个所述运动模组的运行速度；控制每个所述运动模组按照各自的运行速度执行相应的子动作，完成所述待执行动作。有益效果：对分拣机进行模组划分，获取不同模组的动作以及动作顺序，使后执行动作的下级运动模组可以根据先执行动作的上级模组组的运行时间调整运行速度，使下级运动模组处于最优的运行速度。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110811794.X

申请日：2021-07-16

公开（公告）日：2021-11-19

IPC主分类：G05B19/416

IPC：G05B19/416; B07B13/18

国民经济分类：C4320; C3574; C3531; C3499; C3511; C3579; C4350; O8131; C4011; C4330; C4360

新兴产业分类：2.1

技术功效句：可以使所有模组匹配到合适的运行速度; 使分拣机既不会因为速度过低使各个模组的动作不能恰当的衔接; 提高分拣机的使用寿命; 可以降低分拣机的损耗; 同时也不会因为速度过快导致模组之间互相等待; 当分拣机的速度降低后
技术功效短语：合适运行速度; 不会使衔接; 提高分拣机使用寿命; 降低分拣机损耗; 不会导致等待; 速度降低
技术功效1级：适应性; 衔接; 寿命; 损耗; 等待; 速度
技术功效2级：适应性提高; 衔接避免; 寿命提高; 损耗降低; 等待避免; 速度降低
技术功效3级：运行速度适应性提高; 衔接避免; 分拣机使用寿命提高; 分拣机损耗降低; 导致等待避免; 速度降低
94、图像检测方法与装置
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摘要：本申请提供一种图像检测方法与装置，涉及图像处理技术。该图像检测方法，可以预先根据每个像素点的边缘强度的大小，对光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像中的每个像素点分组，再查找每组像素点对应的调节参数。由于高通滤波后的光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像中的每组像素点，是根据每组像素点对应的调节参数调节的。如此，可以使得光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像中的每组像素点的像素值更接近标准晶圆SEM图像的像素点的像素值。那么，获取的光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像中的像素点的像素值与被调节后的光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像的像素点的像素值叠加，生成的第二增强图像，对光刻/刻蚀后的晶圆SEM图像的边缘和细节的增强效果良好。
专利类型：发明申请
申请人：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司; 上海集成电路研发中心有限公司
申请号：CN202111038312.8

申请日：2021-09-06

公开（公告）日：2021-11-19

IPC主分类：G06T7/00

IPC：G06T7/00; G06T5/00; G06T5/50

国民经济分类：I6579; I6532; I6571; O8129; I6572

新兴产业分类：9.1, 8.2

95、用于芯片检测的参考模板的生成方法及相关设备
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摘要：本发明公开了一种用于芯片检测的参考模板的生成方法及相关设备，所述方法包括获取芯片数据；根据所述芯片数据，生成所述芯片数据对应的映射模板；将所述映射模板与预设的良品图像进行匹配，得到匹配结果；根据所述匹配结果，对所述映射模板进行调整，得到参考模板。本发明先通过自动布线生成一个映射模板，再通过与良品图像的匹配，调整映射模板上的布线，从而降低了人工连线的繁琐和耗时，极大地提升了映射模板的生成效率。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110711170.0

申请日：2021-06-25

公开（公告）日：2021-10-19

IPC主分类：G01N21/93

IPC：G01N21/93; G01N21/88

国民经济分类：C4024; C4014; C3544; C3581; C4021; C4330

新兴产业分类：3.7

技术功效句：且能够自动化进行; 极大地提升了映射模板的生成效率; 所述方法先通过自动布线生成一个映射模板; 本发明不需要进行人工拉线
技术功效短语：自动化; 提升生成效率; 自动布线; 不需要进行人工拉线
技术功效1级：自动化; 效率; 人工拉线
技术功效2级：自动化提高; 效率提高; 人工拉线避免
技术功效3级：自动化提高; 生成效率提高; 布线自动化提高; 进行人工拉线避免
96、IC料条的双面检测设备及方法
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摘要：本发明涉及检测设备领域，公开了一种IC料条的双面检测设备及方法。IC料条的双面检测设备包括：第一存储装置、IC料条传输装置、检测装置、第二存储装置；第一支架安装在第二支架上方，第一传输带安装在第一支架上，第二传输带安装在第二支架上，传动杆连接水平动力电机，第一传输带连接传动杆，第二传输带连接传动杆；第一竖直动力组件安装在第一相机安装架上，用于提供动力为第一相机安装架进行竖直运动，第一测量组件固定在第一相机安装上；第二竖直动力组件安装在第二相机安装架上，用于提供动力为第二相机安装架进行竖直运动，第二测量组件固定在第二相机安装上。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格芯集成电路装备有限公司
申请号：CN202110726535.7

申请日：2021-06-29

公开（公告）日：2021-09-28

IPC主分类：G01N21/89

IPC：G01N21/89

国民经济分类：C4024; C4014; C3544; C3581; C4021; C4330

新兴产业分类：3.7

技术功效句：有效提高IC料条的检测效率
技术功效短语：提高检测效率
技术功效1级：效率
技术功效2级：效率提高
技术功效3级：检测效率提高
97、掩膜板的清洗设备
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摘要：本申请实施例提供了一种掩膜板的清洗设备。该清洗设备的槽体组件包括清洗槽及溢流槽，循环过滤组件与清洗槽及溶剂回收组件连接，用于向清洗槽供给清洗溶剂，并且能使清洗溶剂在清洗槽内循环流动；杂质吸附组件包括第一吸附装置及第二吸附装置中的至少一种，第一吸附装置设置于清洗槽与循环过滤组件之间，用于对清洗槽流出的清洗溶剂进行杂质吸附；第二吸附装置设置于溢流槽及溶剂回收组件之间，用于对溢流槽流出的清洗溶剂进行杂质吸附；溶剂回收组件用于回收溢流槽的清洗溶剂，并且通过循环过滤组件向清洗槽供给清洗溶剂，以及溶剂回收组件与一供给源连接，用于通过循环过滤组件向清洗槽供给清洗溶剂。本申请实施例能使掩膜板的清洗满足指标。
专利类型：发明申请
申请人：北京七星华创集成电路装备有限公司
申请号：CN202110718439.8

申请日：2021-06-28

公开（公告）日：2021-09-24

IPC主分类：B08B3/08

IPC：B08B3/08; B08B3/12; B08B3/14; B08B13/00

国民经济分类：C3599; O8191; C3360; C3492; C4330; O8113; C4090

技术功效句：从而大幅提高生产效率; 并且还能进一步提高生产效率; 从而降低循环过滤组件的维护成本; 从而不仅可以降低清洗溶剂的更换成本; 还能降低循环过滤组件的维护频率及延长使用寿命; 从而进一步提高生产效率; 用以解决现有技术存在的掩膜板清洗不达标及清洗成本较高; 用以解决现有技术存在的掩膜板清洗不达标及清洗成本较高; 从而大幅降低溶剂回收组件维护频率及成本; 从而大幅降低溶剂回收组件维护频率及成本; 还能降低循环过滤组件的维护频率及延长使用寿命
技术功效短语：提高生产效率; 降低维护成本; 降低更换成本; 降低维护频率; 解决成本高; 解决不达标; 延长使用寿命
技术功效1级：效率; 成本; 频率; 达标; 寿命
技术功效2级：效率提高; 成本降低; 频率降低; 达标避免; 寿命提高
技术功效3级：生产效率提高; 维护成本降低; 更换成本降低; 维护频率降低; 高成本降低; 解决达标避免; 延长使用寿命提高
98、一种磁悬浮旋转运动装置
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摘要：本发明涉及半导体集成电路装备技术领域，公开一种磁悬浮旋转运动装置。其中磁悬浮旋转运动装置包括磁悬浮转子机构、磁悬浮定子机构和测量机构，磁悬浮转子机构包括同轴设置的姿态调整转子组件和旋转转子组件；磁悬浮定子机构包括同轴设置的姿态调整定子组件和旋转定子组件，姿态调整定子组件在竖直方向对应于姿态调整转子组件，姿态调整定子组件设置为能够驱动姿态调整转子组件进行悬浮姿态调整；旋转定子组件对应于旋转转子组件，旋转定子组件设置为能够驱动旋转转子组件进行悬浮旋转；测量机构设置为对磁悬浮转子机构进行悬浮状态测量和旋转状态测量。
专利类型：发明申请
申请人：上海隐冠半导体技术有限公司
申请号：CN202110710564.4

申请日：2021-06-25

公开（公告）日：2021-09-21

IPC主分类：H02N15/00

IPC：H02N15/00

国民经济分类：C3811; C3812

技术功效句：同时还可以实现磁悬浮转子机构无限制连续旋转运动; 控制简单; 本发明既实现了磁悬浮转子机构六自由度磁悬浮运动及精准定位; 且独立可控; 本发明既实现了磁悬浮转子机构六自由度磁悬浮运动及精准定位; 本发明既实现了磁悬浮转子机构六自由度磁悬浮运动及精准定位; 相互独立
技术功效短语：实现无旋转运动; 控制简单; 实现精准定位; 独立; 实现磁悬浮运动; 精准定位
技术功效1级：运动; 复杂性; 精准性; 独立
技术功效2级：运动避免; 复杂性降低; 精准性提高; 独立; 运动
技术功效3级：实现旋转运动避免; 控制复杂性降低; 实现定位精准性提高; 独立; 实现磁悬浮运动; 定位精准性提高
99、视觉检测设备
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摘要：本发明涉及检测设备的技术领域，提供了一种视觉检测设备，包括：架体，具有物品进料通道、物品出料通道、物品升降通道、物品送料通道，以及供预定物品放置的工位；其中，所述物品进料通道和所述物品出料通道分别与所述物品升降通道连通，所述物品升降通道与所述物品送料通道连通，所述物品送料通道与所述工位连通；进出料机构，用于驱动预定物品沿所述物品进料通道移动或驱动预定物品沿所述物品出料通道移动；升降机构，用于驱动预定物品沿所述物品升降通道移动；送料机构，用于驱动预定物品沿所述物品送料通道移动；所述工位设置在所述第一平移平台上；视觉检测机构，位于所述工位上方并用于拍摄所述工位上预定物品。
专利类型：发明申请
申请人：深圳格兰达智能装备股份有限公司
申请号：CN202110577033.2

申请日：2021-05-26

公开（公告）日：2021-09-17

IPC主分类：G01D21/00

IPC：G01D21/00; B65G47/52; B65G23/24

国民经济分类：C4320; C4013; C3434; C4090

新兴产业分类：2.1, 5.1, 9.1

技术功效句：操作简单; 非常方便
技术功效短语：操作简单; 方便
技术功效1级：复杂性; 便利性
技术功效2级：复杂性降低; 便利性提高
技术功效3级：操作复杂性降低; 便利性提高
100、一种基于正交极化与周期结构设计的压电叠堆致动器及其制备方法
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摘要：本发明公开了一种基于正交极化与周期结构设计的压电叠堆致动器及其制备方法，属于集成电路装备制造领域。本发明解决了现有压电叠堆致动器极化方向与电场方向不能正交相容的问题。本发明通过设计图案电极及压电单元层的排列，构建正交极化与周期结构设计的压电叠堆致动器，该压电叠堆致动器因非180°电畴翻转产生的应变，是线性压电效应的～5倍，在20kV/cm驱动电场下，输出应变高于0.6％，远优于现有压电叠堆致动器。
专利类型：发明申请
申请人：哈尔滨工业大学
申请号：CN202110583370.2

申请日：2021-05-27

公开（公告）日：2021-09-14

IPC主分类：H01L41/047

IPC：H01L41/047; H01L41/083; H01L41/09; H01L41/257; H01L41/277; H01L41/297; H01L41/43

国民经济分类：C3976; C3979; C3972; C3951; C3973; C4028; C3974; C3975; C3569; C3824; C3825; C3562; C3563; C3421; C3073

技术功效句：远优于现有压电叠堆致动器
技术功效短语：远优于压电叠堆致动器
技术功效1级：距离
技术功效2级：距离
技术功效3级：优于压电叠堆致动器距离


